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Abstract 



It is an object of the present invention to obtain a power semiconductor device with small size and high 
reliability in power semiconductor devices having integral structure of case and external connection 
temiinals. A dummy pad (42) having no electric connection with other parts is provided and a terminal end 
of a connecting wire (46) connecting by sequentially bonding an exposed surface of a connection electrode 
(43) and a bonding pad (41) of a semiconductor element (40) is bonded thereto. The semiconductor device 
can be miniaturized without deteriorating electric characteristics and reliability of the semiconductor 
elements. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Halbleitervorrichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung 

@ Um erne Hatbieitervorrichtung, beispielsweise eine Lei- 
stungs-Halbleitervomchtung geringer GroSe und hoher Be- 
triebszuverlassigkeil zu schaffen, wird ein Durnmy-Kissen 
(42) mit keiner ejektrischeh Verbindung nach auGen hin 
vorgesehen und ein AnschluSende eines Verbindungsdrah- 
tes (46), der nacheinander eine freiliegende Oberflache einer 
AnschluBelektrode (43) und ein Bondierungskissen (41) eines 
Halbleiterelementes (40) verbindet, wtrd hieran angebondet. 
Hierdurch ist es moglich, den Verbindungsdraht (46) entfernt 
vori dem Halbleiterelement (40) abzuschneiden. Die Halblei- 
tervorrichtung kann miniaturisiert werden, ohne daS elektri- 
. sche Sgenschaften und Zuveriassigiceiien- der verwendeten . 
Elemente verschlechtert werden. 
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Beschreibung f' ' >~ -••Um .dieses Problem ru umgehen, wurde unlangst ein 

■ :r . ' Aufbau entwickeli, bei dem das Gehause und hach au- 

- Die yoriiegende Erfindung betrifft Halbleitervorrich-: - Ben fuhrende Anschluflelelctroden einstuckig ausgebil- 
tungen, ipsbesoridere Leistungs-Halbleitervorrichtuh- det sind, so daJ3 die AnschluBelektroden unabhangig von 
gen mit hoher Zuverlassigkeit sowie ein einfaches Her- s der Platte festgelegt sind und'samtliche Zwischenver- 
steUiiiigsyerfahren hierfur. bindungen diirch Drahtbondienmgen nicht nur zwi- 

Fig.' 15'zeigt einen Querschnitt einer bekannten Lei- schen den -Haibleiterelementen und .dem Verbindungs- 
stungs-Halbleitervorrichtung, wie sie beispieisweise in muster, sondem auch zwischen den nach auBen fuhren- 
derjapaiuschenPatentveroffentiichung Nr. 4-76212 be- den AnsehluBelektroden und den Haibleiterelementen 
schrieben ist und Fig. 16 zeigt eine Draufsicht auf diese lo hergestelit werden, so daB Formveranderungen der 
Vorrichtung. Fig. 15 ist hierbei eine Schnittdarstellung Platte aufgrund von Wirme, welche von den Leistungs- 
entlang der Unie XVI-XVI in Fig. 16. Haibleiterelementen erzeugt wird, keine thermischen 

In denFig. 15und 16 ist mit dem Bezugszeichen 1 ein Belastungen im Nahbereich der Verbindungen zwi- 
Rahmen bezeichnet, mit 2 ein Befestigungsbereich, mit 3 schen der isolierendea Platte und den AnschiuBelektro- 
eine -Befestigungsbohrung, mit 4 ein Verbindungsmu- 15 den erzeugea 

ster, mit 5 eine Keramikplatte als Isolierplatte und mit6 Wenn jedoch bei dem obigen Aufbau, bei dem das 

eine Metallbeschichtung als leitfahige Folie, wobei das Gehause und die AnsehluBelektroden einstuckig ausge- 
Verbindungsmuster 4 und die Metallbeschichtimg 6 di- bildet sind und samtliche Verbindungen durch Draht- 
rekt mit der Keramikplatte 5 ohne eineZwischenschicht bondierungen gemacht werden, die Verbindungsenden 
wie beispieisweise ein Lot verbunden sind. um eine iso- 20 der AnsehluBelektroden an der Innenseite des Gehauses 
lierende Platte 7 zu biiden. Das Bezugszeicheri 8 be- wie Auslegerarme vorstehen,. vibrieren sie beim Her- 
zeichnet eine nach auOen fuhrende AnschluBelektrode stellen der Drahtbondierungs-Verbindungen, welche fur 
und das Bezugszeichen 9 ein Halbleiterelement wobei gewohnlich durch Ultraschall-SchweiBanschluBverfah- 
die AnschluBelektrode 8 und das Halbleiterelement 9 ren gemacht werden, was dazu fuhrt, daB die Ultra- 
mit dem Verbindungsrauster 4 uber eine Lotschicht 10 25 schallenergie nicht effektiv angewendet werden kann. 
verbunden sind Von daher sind die AnschluB- oder Verbindungsenden 

Mit dem Bezugszeichen 11 ist ein Verbindungsdraht der nach auSen fuhrend en AnsehluBelektroden ira Inne- 
bezeichnet und mit 12 ein Versiegelungskunststoff, bei- ren des Gehauses an dem Gehausekorper befestigt 
spielsweise ein Silikonkunststoff zum Schutzen der. Da von daher die AnschluB enden. der AnschluBelek- 
Halbleiterelemente und des Verbindungsdrahtes 11 und 30 troden in dem Gehause unmitteJbar benachbart der In- 
mit dem Bezugszeichen 13 ist eine VerguBmasse be- rienwand des Gehauses vorgesehen werden miissen, ist 
zeichnet. beispieisweise ein Epoxyharz. es schwierig, im Nahbereich dieser AnschluBenden in- 

Die Arfaeitsweise dieser bekannten Leistungs-Halb- nerhaib des Gehauses ausreichend Platz zur Verfugung 
leitervorrichtung wird nachfolgend beschrieben. zu haben. Da namlich der Draht zum AnschlieBen der 

Bei der bekannten Leistungs-HalbleitervorrichtUng 35 Leistungs-Halbleiterelemente nicht ein dunner Gold- 
wird in dem Halbleiterelement 9 erzeugte Wknne auf draht niit einem Durchmesser von ungefahr 25 bis 
ein Kuhlmaterial abgegeben, an welcher die Halbieiter- 30 p,m ist, wie er bei herkommlichen ICs verwendet 
vorrichtung angebracht ist. Der Warmeubergang er- wird, sondern ein Alurainiumdraht mit einem Durch- 
folgt uber die Lotschicht 10, das Verbindungsmuster 4, messer von ungefahr 0,1 bis OAnim, der nach dem Bon- 
die Keramikplatte 5 und die Metallbeschichtung 6. Die 40 dierungsvorgang nicht. einfach durch Anziehen unter- 
nach auBen fuhrende AnschluBelektrode 8 ist durch die brochen werden kann, ist ein Draht Schneider notwen- 
Lotschicht 10 ebenfalls mit der isolierenden Platte 7 in dig, so daS wiederimi ausreichend Raurh zur Manipula- 
Verbindung. Diese AnschluBelektrode 8 ist mit dem Ep- tion des Drahtschneiders ■ benotigt ist Wenn das An- 
oxyharz 13 festgelegt, welche die Oberflache der Lei- schluBende • der AnschluBelektrode an der Innenseite 
stungs-Halbleitervorrichtung versiegelt Wenn daher 45 des Gehauses ein zweiter Bondierungspunkt ist, muB 
die isolierende Platte 7 aufgrund von Warme von dem der Abstand zwischen der Innenwand des Gehauses und 
Halbleiterelement 9 ihre Form verandert, entstehen dem AnschluBende im Gehause groB genug sein, um 
therrhische Belastungen im Nahbereich der Verbindung. ausreichend Platz im Nahbereich des AnschluBendes 
zwischen der isolierenden Platte 7 und der AnschluB- innerhalb des Gehauses zu haben, so daB der Draht- 
elektrode 8, v^elche die Lotschicht oder die Keramik- 50 Schneider verwendet werden kann. Hieraus folgt, daB * 
platte 5' beschadigen konnen. Um dies zu verhindem die HaJbfceitervorrichtung selbst groBe Abmessungen 
weist die AnschluBelektrode 8 einen gekrummten Ab- erhalL Wenn andererseits das Bondierungskissen an 
schnittzur Aufnahmeder Formveranderungauf. dem Halbleiterelement als zweiter Bondierungspunkt 

Dieser gekrummte Teii kann jedoch oicht wirksam verwendet wird, muB ein Drahtschneider oberhatt) des 
werden, wenn er in derri Epoxyharz 13 festgelegt ist, so 55 Halbleiterelementes eingesetzt werden, was zu Bescha- 
dafl der Silikonkunststoff 12 mit dem oberen Ende des digungen am Halbleiterelement fiihren kann, was ein 
gekrummten Bereiches in Verbindung gebracht wird Problem hinsichtlich der Fertigungsqualitat ist. 
und das Epoxyh arz 13 wird hierauf aufgebracht Von \Venn das Gehause und die nach auBen fCihrenden 

llah"eirlcann.auTeine ge^ylsse Hohenerstreckung des ge- AnsehluBelektroden einstuckig aufgebaut sind. liegt kei- 
krummten Teiles zur Aufnahme von Formveranderun- eo ne Haf tung zwischen der isolierenden Platte und den 
gen nicht verzichtet. werden, was es schwierig macht, AnsehluBelektroden vor, so daB ein An wachs en von ort- 
Halbleitervorrichtungen mit geringer Bauhohe zu er- lichen thermischen Belastungen verhindert werden 
halten. Weiterhin muB der Anhaftungsbereich zwischen kann, beispieisweise von Belastungen in dem Anhaftbe- 
der isolierenden Platte 7 und der AnschluBelektrode 8 reich zwischen der isolierenden Platte und den An- 
groB sein, um den Lotverbindungsbereich der An- 65 schluBelektroden aufgrund von Warmeentwicklung den 
schluBelektrode 8 zu verstarken, was ebenfalls zu Pro- Leistungs-Halbleiterelemente. Wenn jedoch die isolie- 
blemen bei der Herstellung kleiner Halbleitervorrich- rende Platte dtrekt an einem Kuhlkdrper angebracht ist, 
tungeri fuhrt. - erfolgen dennoch — obgleich kein Anwachsen von ortli- 
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Chen therraischen Belastungcn vorliegt — Formveran- 
^ derungen der gesaraten isolierenden Plane aufgrund 
von Warme der Leistungs-Halbleiterelemente. da die 
isoiierende Platte eine zusammengesetzte Platte mit 
MateriaJien unterschiediicher Art ist, so daB BeschSdi- 
glingen an der Keramikplatte der isolierenden Platte 
erfolgen k6nnen. 

Wenn der Aufbau verwendet wird, bei de'm die isoiie- 
rende- Platte der Halbleitervorrichtimg direkt mit dera 
KQhlkorper in Verbindung steht, flieBfwenn die Kleb- 
stoffmenge zum Befestigen der isolierenden Platte an 
dem' Rahmen nur etwas ziiviel ist, dieser Kiebstoff auf 
die Oberflache der isolierenden Plitte auf der Seite. 
welche in Kontakt mit dem Kuhlkorper ist. Wenn der 
Klebsioff aushartet, kann ein Kontakt mit der isoiieren- 
. den Platte und dem Kiihikdrper nicht sichergestellt wer- 
den, wenn die Halbleitervorrichtung an dem Kuhlkor- 
per angebracht wird und die Kiihlleistung nimmt ab 
Oder aber der ausgehartete Kiebstoff kann beim Befe- 
stigen einen lokalen* Druck auf die isoiierende Platte 
ausuben, so daB die Keramikschicht der isolierenden 
Platte beschadigt werden kann. . 

Wenn das GehSuse und die nach auBen fuhrenden 
AnschluBelektroden einstuckig aufgebaut sind, wird der 
'Silikonkunsts.toff verwendet, die Halbleitereiemente 
und die VerbindungsdrShte zu scbutzen, der Epoxy- 
Kunststoff wird jedoch nicht verwendet, da keine Not- 
wendigkeit besteht, die AnschluBelektroden zusatzlich 
2u befestigerL AnsteQe hiervon wird ein Deckel oder 
eine Abdeckung oberhalb der AnschluBenden der nach 
auBen fuhrenden AnschluBelektroden auf der Innensei- 
te des Gebauses verwendet Wenn der Silikonkunststoff 
bis zur Hohenlage des Deckels eingespritzt wird, kann 
ein KlebemitteJ zum Befestigen des Deckels nicht auf- 
gebrachi werden, so daB aus diesem Grund ein Frei- 
raum. unterhalb des Deckels verbleiben muB. Von daher 
wird die obere Oberflache des Siiikonkunststoffes so 
tief als moglich gelegt, da es wunschenswert ist, die Ho- 
he der gesamten Halbleitervorrichtung so gering wie 
moglich zu machen. Dann besteht jedoch Gefahr, daB 
der Aluminiumdraht an den AnschluBendeii der An- 
schluBelektroden im Inneren des Gehauses in diesem 
Freiraum ungeschiitzt vorliegt, so daB er oxidieren 
kann. 

Wie aus der obigen Darlegung h'ervorgeht, ■ haben 
herkornmliche Halbieitervorrichtungen Probleme hin- 
sichtlich der Zu'verlassigkeit-bei der Herstellung, insbe- 
sohdere dann, wenn sie aus einem einstuckig auf gebau- 
ten Gehause ziisammed mit nach aiiSen fuhrenden An- 
schluBelektroden mit geringer Grofle hergestellt wer- 
den soilen; . - 

Es ist daher Aufgab'e der vorliegenderi Erfindung, ei- 
ne Halbleitervorrichtung mit geringem Abmessungen 
und hoher Zuverlassigkeit zu schaffen, so wie ein Ver- 
fahren rur Herstellung einer derartigen klein bauenden 
. und sehr zuverlassigen Halbleitervorrichtung. 

Die Losung dieser Aufgabe erfoigt erfinduhgsgemaB 
durch die in den Anspriichen 1 bzw. 17 angegebenen 
lvlerkm'alervii^b~ei~di^^ vor- 
teilhaite Weiterbildungen und Ausgestahungen der Er- 
findung zum Inhalt habeh. 

ErfindungisgemaB ist somit gemaB eines Aspektes der 
vorliegenden Erfindung eine Halbleitervorrichtung vor- • 
gesehen mit: (a) einem auBeren Umfassungsgeh^use; 
wobei d^* SuBere Umfassungsgehause aufweist: (a-1) 
einen Rahmen mit einer Diirchgangsbohrung, welche 
durch-eine erste Oberflache und eine zweite Oberflache, 
welche einander gegenuberliegen veriauft und einen 



Stufenbereich aufweist, der von der ersten Oberflache 
endang einer Offnung der Durchgangsbohning in der 
. ersten Oberflache zuruckspringt, und (a-2) eine An- 
schluBelektrode, welche teilweise in dem Rahmen ein- 
5 gebettet ist und deren eines Ende von der rweiten Ober- 
flache des Rahmens vorsteht und deren anderes Ende 
eine freiliegende Oberflache parallel zu der ersten 
Oberflache der Durchgangsbohning definiert, wobei die 
erste Oberflache eine Anbringoberflache fur die Halb- 

10 leitervomchtung defmiert und wobei die Halbleitervor- 
richtung weiterhin aufweist: (b) eine isoiierende Karte, 
wobei die isoiierende Karte aufweist: (b-1) eine isoiie- 
rende Platte mit zwei Hauptoberflachen, (b-2) eine erste 
leitfahige Folie,.weJche auf einer der Hauptoberflachen 

15 der isolierenden Platte angeordnet ist und ein Verdrah- 
tungsmuster bildei. und Q>-3) eine zweite leitfahige Folic 
auf der anderen der Hauptoberflachen der isolierenden 
Platte, wobei die isoiierende Karte an dem Stufenbe- 
reich des Rahmens so befestigt ist daB die Oberflache 

20 der ersten ieitfahigen Folie zur Innenseite der Durch- 
gangsbohrung des Rahmens weist und die Oberflache 
der zweiten Ieitfahigen Folie von der ersten Oberflache 
des Rahmens aus vorsteht, wobei die Halbleitervorrich- 
timg weiterhin aufweist: (c) ein Halbleitereleraent, wel- 

25 ches auf dem Verdrahtungsmuster angeordnet ist und 
auf seiner Oberflache ein Bondierungskissen aufweist; 
und (d) einen Verbindungsdraht, der die freiliegende 
Oberflache der AnschluBelektrode und das Bondie- 
rungskissen des Halbieiterelementes durch eine Bondie- 

30 rung verbindet; wobei die erste leitfahige Folie auf^ 
weist: (b-2-1) einen inselfdnnigen Bereich, an welchem 
ein AnschiuBende des Verbindungsdrahtes aiigebondet 
ist und der keine elektrische Verbindung mit seiner Um- 
gebunghat 

35 GemaB dieses Aspektes* der vorliegenden Erfindung 
ist somit der inselfdrmige Bereich des Verdrahtungsmu- 
sters vorgesehen, an welchem ein AnschiuBende des ei- 
nen Verbindungsdrahtes zum.Verbinden der freiliegen- • 
den Oberflache der AnschluBelektrode nait dem Bondie- 

40 rimgskissen des Halbieiterelementes angebondet ist und 
von dem eine elektrische Verbindung^zu anderen Berei- 
chen nicht vorliegt und der Draht karm an dem Bondie- 
rungspunkt in diesem inselfdnnigen Bereich abgeschnit- 
ten werden. Im Ergebnis werden die freiliegende Ober- 

45 fiache der AnschluBelektrode und das Bondierungskis- 
sen des Halbieiterelementes nicht raehr als zweiter Bon- 
dierungspunkt verwendet, so daB die Halbleitervorrich- . 
tung ohne Verschiechterungen der elektrischen Eigen- 
schaften und der Zuverlassigkeit des Hailbleiterelemen- 

50 tes verkleinert werden kann. 

Bevorzugt bestehen die erste leitfahige Folie und die 
zweite leitfahige Folie im wesentlichen aus Metall, wo- 
bei Kupf er wenigstens eine Hauptkoniponente ist. 
Bevorzugt besteht der Verbindungsdraht im wesentli- 

55' chen aus Aluminium und hat einen Durchmesser von 
ungefahr 0,1 bis Op mm hat 

Weiterhin ist bevorzugt ein Versi'egelungsmaterial 
zum Fullen der Innenseite der Durchgangsbohning vor- 
gesefienT'so ~dO~das~HaiBleif^^^ das Verdrah- 

60 rungsmuster, die freiliegende Oberflache und der Ver- 
bindungsdraht bedeckt sind Hierbei ist das Versiege- 
iimgsmaterial im wesendichei) Epoxyharz. 

Die isoiierende Platte besteht bevorzugt aus einer 
gesinterten Platte aus anorganischen Material 

65 Somit ist bei dieser Ausgestaltimgsform der vorlie- 
genden Erfindung die Moglichkeit gegeben, von dem 
Haibleiterelement erzeugte WSrme wirksara abzustrah- 
ien, da die isoiierende Platte der isolierenden Karte eine 



/ 



DE 195 18. 753 Al 



anorganische gesinterte Platte isL Im Ergebnis wird die 
Warmeabstrahliingsfladie der isolierenden Platte klei- 
ner und die Hsdbleitervorrichtung kann ebenfalls ver- 
kl eiriert: werdLen."- 

Beyorzugt'besteht die isolierende Plane im wesentli- 
chen aus Kerafnik- " . ■ ' 

"Die isolierende Kaxte ist weiterhin bevorzugt in eine 
Mehrzahl vdh Einzelteilen unterteilt, wobei aile Einzel- 
teile eirien Teil der isolierenden Platte, einen Teil der 
ersteh leitfahigen Folic und einen Teil der zweiten leitfa-^ 
higeh Folie aufweisen und wobei die Halbleitervorrich- 
tung weiterhin. aufweist: (e) eine Verbindungsvorrich- 
tung zum Verbinden der Mehrzahl von unterteilten Ein- 
zelteile miteinander, urn ihermische Ausdehnungen ei- 
nes jeden der Eiivzelteile zu absorbieren. 

Da bei dieser Ausgestaltungsform der vorliegenden 
Erfindung die isolierende Karte in eine Mehrzahl von 
einzelnen Teilen unterteilt ist und die voneinander ge- 
trennten Telle jeweils mit der Verbindungsvorrichtung 
gekoppelt sind. urn eine thermische Ausdehnung.eines 
. jeden der einzelnen Teile zu absorbieren, kann die ther- 
mische Ausdehnung der isolierenden Karte verringert 
werden, so daB ihre- Verfo'rmung verhihdert wird und 
somit die Zuverlassigkeit der Halbieitervorrichtung ver- 
bessert ist • 

Wenn der Verbindungsdraht ais erster Verbindungs- 
draht genommen wiri weist die- Halbieitervorrichtung 
bevorzugt weiterhin einen zweiten Verbindungsdraht 
auf, wobei der zweite Verbindungsdraht die Verdrah- 
tungsmuster der Einzelteile untereinander elektrisch 
verbindet. ' • 

Die Verbindungseinrichtung weist bevorzugt auf: 
(e-l) eine Versiegelungsvorrichtung aus fliissigem Ma- 
terial, wobei die Halbieitervorrichtung weiterhin auf- 
weist: ({) ein Versiegelungsmaterial zum Versiegeln der 
Innenseite der Durchgaiigsbohrung. . > . 

Da bei dieser Ausgestaltungsform der vorliegenden 
Erfindung die Abdichtvorrichtung oder das Versiege- 
lungsmaterial aus einem flQssigen Material an der Ver- 
bindungsvorrichtung vorgesehen ist und die Halbieiter- 
vorrichtung ebenfalls ein Abdichtmaterial zum Versie- 
geln Oder Abdichten der Innenseite der Seitenwand be- 
inhaltet, konnen dieHalbleiterelemente und der Verbin- 
dungsdraht sicher uber eine lange Zeitdauer hinweg ge- 
schutzt werden, so daB .die Zuverlassigkeit der Halbiei- 
tervorrichtung yerbessert werden kann. 

. Das .Versiegelungsmaterial besteht bevorzugt im we- 
sentlichen aus Siiikonharz. 

Bevorzugt definiert der Rahmen eine Umfangswand, 
welche den Stufenbereich umgibt, wobei die Umfangs- 
wand zuruckspringend ist, so daB eine seitliche Oberfla- 
che der isolierenden Karte, welche an dem Stufenbe- 
reich befestigt ist und die Umfangswand einen Ausneh- 
mungsbereich bilden und wobei der Rahmen einen Ker- 
benbereich bildet, der mit dem Ausnehmungsbereich in 
Verbindung steht und sich zu der ersten Oberflache 
uber einen Teil der Umfangswand hinweg erstreckt. 

Bei dieser Ausgestaltungsform der vorliegenden Er- 
findung"ist^der~Ausnefamungsbereich an der Umfangs- 
wand und der seitlichen Oberflache der isolierenden 
Karte vorgesehen lind der Kerbenbereich ist in einem 
Teil der Umfangswand vorgesehen, welche miit diesem 
Ausnehmungsbereich in Verbindung steht und verlauft 
zum Boden (der ersten Oberflache) des Rahmehs, so daB 
uberschiissiges KJebemittel zum Kleben der isolieren- 
den Platte in diesem Kerbenbereich austreten kann,.so 
daB verhindert wird, daB dieser Kleber zu der Oberfla- 
che der isolierenden Karte hin flieBt. Somit kann das 



Klebemittel nicht zu der Oberflache der zweiten leitfa- 
higen .Folie hin flieBen, so daB die Vorrichtung gute 
Warmeabstrahleigenschaften und verbesserte Zuver- 
lassigkeiten hat • t- 
5 -Bei der erfindungsgeraaBen Halbieitervorrichtung 
hat die isolierende- Karte bevorzugt einen Eckbereich 
und der Kerbenbereich ist in einem Teil der Umfangs- 
wand gegenuber dem Eckbereich angeordnet 

Somit ist bei dieser Ausgestaltungsform der vorlie- 

10 genden Erfmdung der Kerbenbereich in einem Teil der 
Unifangswand aiisgebildet welche zii einem Eckbereich 
der isolierenden Karte weist. Beschadigungen des Eck- 
bereiches der isolierenden Karte konnen beim Bondie- 
ren der isolierenden Karte somit vermieden werden. Da 

15 weiterhin Beschadigumgen an den Ecken der isolieren- 
den Karte in der zusanmiengebauten Halbieitervorrich- 
tung vermieden werden, kann die Ausbeute bei der Her- 
stellung erhoht werden- ■ 

Bevorzugt springt.beider Halbleitervorrichtimg nach 

20 der vorliegenden Erfindung die Umfangswand von der 
seitlichen Oberflache der isolierenden Karte bei Anna- 
herung an den Kerbenbereich nach und nach zuruck, so 
daB die Ausnehmimgsbreite des Ausnehmungsberei- 
ches mit Annahenmg an den Kerbenbereich anwachst 

25 Da bei dieser Ausgestaltungsform der vorliegenden 
Erfindimg sich die Umfangswand nach und nach von der 
seitlichen Oberflache der isolierenden Karte zuruck- 
zieht oder hiervon zuruckspringt, wenn die Umfangs- 
wand sich dem Kerbenbereich nahert, so daB die Breite 

30 der Ausnehraimg bei der Annaherung an den Kerben- 
bereich sich vergroBert, kann der Klebstoff wirksam zu. 
dem Kei-benbereich'gefuhrt werden, wahrend die isolie- 
rende Karte positioniert wird, Somit kann der Klebstoff 
nicht auf die Oberflache.- der zweiten leitfahigen Folie 

35 wahrend des Zusammenbaus geraten, so daB die Vor- 
richtung eine gute Warmeabstrahleigenschaft und hohe 
Zuverlassigkeit hat 

Der Rahmen hat bevorzugt eine zuruckspringend e 
Oberflache, welche. von der zweiten Oberflache entlang 

40 einer Offnung der Durchgangsbohrung in die zweite 
Oberflache zuruckspringt wobei, wenn der Stufenbe- 
reich als-erster Stufenbereich genommen wird, die zu- 
-ruckspringende Oberflache einen zweiten Stufenbe- 
reich definiert, der n^her an der zweiten Oberflache ist 

45 als die freiliegende Oberflache, wobei die AnschluBelek-' 
trode so angeordnet ist daB die freie Oberflache der 
AnscWuBelektrode nkher an der zweiten Oberflache ais 
das Bondienmgskissen des Halbleiterelementes ist und 
wobei die Halbieitervorrichtung aufweist: (e) ein Ver- 

50 siegelungsmaterial zum Versiegeln des Innenbereichs' 
der Durchgangsbohrung der isolierenden Karte gegen- 
uber der freiliegenden Oberflache; (f) eiiien Deckel, der 
auf den zweiten" Stufenbereich aufgebracht ist und die 
Offnung der Durchgangsbohrung in der zweiten' Ober- 

55 flache verschlieBt und (g) einen Klebstoff, der den Dek- 
kel festle'gl und einen freiliegenden Teil des Verbin- 
dungsdrahtes auf def Oberflache des Versiegelungsma- 
terials bedeckt 

- -Bei-der-Halbleitervorrichtung. gemaB dieser Ausge- 
60 staltungsform der vorliegenden Erfmdung ist der zweite 
abgestufte Bereich mit einer zuruckspringenden Ober- 
flache von der zweiten Oberflache aus geseheh am Ura- 
fang der Offnung der zweiten Oberflache vorgesehen, - 
wobei die zuruckspringende Oberflache naher an der 
65 zweiten Oberflache ais an der freiliegenden Oberflache 
ist Die freiliegende Oberflache von einem Ende der 
Verbindungselektrode ist naher an der zweiten Oberfla- 
che angeordnet als das Bondierungskissen des Halblei- 
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terelementes. Weiterhin ist die Innenseite der Durch- 
gangsbohrung mit cinera Versiegelungsmatenai. m 
Richtung' der freiliegenden Oberniche fain versiegelt 
urid der KJebstoff ist vorgesehen. um-den Deckel f estzu- 
legen. der in dem zweiien abgestuften Bereich vorhan- 
deh ist-und einstuckig den Verbindungsdraht abdeckt, 
der auf der Obernache des Versiegeiungsmatenales 
freUiegt So'mit liegt der Verbindungsdraht nicht an der 
freien Luft und eine Korrosion oder Oxydation des Ver- 
bindungsdrahtes kann verhindert werden, so-daB dje 
Zuverlassigkeit der Halbleitervorrichtung verbessert 

^^^Der KJebstofiF ist beyorzugt ein thermisch ausharten- 
des Klebemittel. 

Ein erfindungsgemaBes Verfahren zur HersteUung ei- 
ner Halbleitervorrichtung. umfaBt die folgenden Schrit- 
te:(a) Bereitsteilen eines auBeren Umfassungsgehauses 
mit einer Durchgangsbohrung, welche diirch eine erste 
Oberflache und eine zweite Oberflache verlauft, die em- 
ander gegenuber liegen. wobei ein Stufenbereich von 
der ersten Oberflache enllang einer Offnung der Durch- 
gangsbohrung in die erste Oberflache zuruckspnngt 
und eine Anschluflelektrode teilweise in. dem Rahmen 
eingebettet ist, wobei ihr eines Ende von der zweiten 
' Oberflache des Rahraens vorsteht und ihr anderes Ende 
eine freiliegende Oberflache parallel zu der ersten 
Oberflache in der Durchgangsbohrurig bildet; (b) Be- 
reitsteUen einer isolierenden Karte mit einer isoheren- 
• den Platte mit zwei Hauptoberflachen, wobei erne, erste. 
leitfahige Folie auf einer der Hauptoberflachen der iso- 
lierenden Platte aufgebracht wird und eine zweite leitfa- 
. hige Folie auf die andere der Hauptoberflachen der iso- 
Uerendeh Platte aufgebracht wird; (c) Bereitsteilen eines 
Halbleiterelementes mit einem Bondierungskissen auf 
seiner Oberflache; (d) Bereitsteilen von drahtfarnuger 
Verbindungsverdrahtung; und (e) Ausbilden eines Ver- 
drahtungsmusters durch selektives Entfemen der ersten 
leitfahigen Folie, wobei der Schritt (e) den folgenden 
Unterschritt aufweist: (e-1) Ausbilden eines inselformi- 
gen Bereiches, als Teil des Verdrahtungsmusters, der 
keine elektrische Yerbindung mit seiner Umgebung hat, 
wobei das Herstellungsverfahren weiterhin die folgen- 
den Schritte aufweist: (f) Aufbringen von. Lot auf das 
Verdrahtungsmuster; (g) Anordnen des Halbieitereie- 
mentes auf dem Lot; (h) Aufbringen eines KJebstoffes 
auf deii Stufenbereich; und (i) Anordnen des Rahmens 
an der isolierenden Karte, so daG die Oberflache des 
Verdrahtungsmusters der Innenseite der Durchgangs- 
bohrung- des Rahmens gegenuber Uegt und ein Ura- 
fangsbereich der isolierenden Kafte in Anlage nut dem 
Stufenbereich mit dem aufgebrachten .Klebstoff ge- 
iangt; wobei der Schritt (i)' den folgenden Unterschritt 
aufweist: (i-1) Driicken des Rahmens gegen die isolie- 
rende Karte mit einem geeigneten Druckwert und wo- 
■ bei das Herstellungsverfahren die weiteren folgenden 
Schritte aufweist: (j) Erwarmen des Lotes und des Kleb- 
.stoffes.. urn das Halbleiterejemem.an_ demJV^ 
tungsmuster und um die isolierehde Karte an dem Rah.- 
men zu befestigen, wobei dieses Erwarmen nach den 
Schritten (g) und (i) erfolgt; (k) Bondieren eines Endes 
des Verbindungsdrahtes auf die freiliegende Oberflache 
der AnschluBelektrode nach dem Schritt 0); 0) Bondie- 
ren eines ersten Punktes des Verbindungsdrahtes auf 
das Bondierungskissen des Halbleiterelementes, wel- 
ches arf dem Verdrahtungsmuster befestigt ist. wobei 
das Bondieren nach dem Schritt (k) erfolgt; (m) Bondie- 
ren eines zweiten Punkces des Verbindungsdrahtes ent- 
fernt von dem ersten Punkt auf den inselformigen Be- 



reich. wobei dieses Bondieren nach dem Schrin (I) er- 
folgt; und (n) Schneiden des Verbindungsdrahtes un 
Nahbereich des zweiten Punktes gegenuber dem ersten 
Punkt, wobei das Schneiden nach dem Schritt (m) er- 
5 fojgt.- . 

Das erfindungsgemaBe Verfahren umfaBt weiterhm 
bevorzugt die folgenden Schritte: (o) Bereitsteilen ernes 
Versiegelungsmaterials, welches fur Versiegelungs- 
zwecke geeignet ist; und (p) Versiegeln der Innenseite 

10 der Durchgangsbohrung mit dem Versiegelungsraaten- 
al. so daB das Halbleiterelement, das Verdrahtungsmu- 
ster. die freiliegende" Oberflache und der Verbindungs- 
draht bedeckt sind. wobei dieses Versiegeln nach dem 
Schritt (n) erfolgt 

,5 Die in dem Schritt (b) bereitgestellte isolierende Kar- 
• te kann bevorzugt in eine Mehrzahl von Einzelteiien 
unterteilt werden, wobei alle Einzelteile einen Teil der 
isolierenden Platte, einen Teil der ersten leitfahigen Fo- 
lie und einen Teil der zweiten leitfahigen Folie beinhal- 

20 ten, wobei das Herstellungsverfahren weiterhin den fol- 
genden Schritt aufweist: (o) Bereitsteilen eines Verbin- 
■ dungsteiles. welches in der Lage ist. die Mehrzahl von 
Einzelteiien miteinander zu verbinden, um thermische 
' Ausdehnung eines jeden der EinzelteUe zu absorbieren 

25 und wobei der Schritt folgenden Unterschntt 

aufweist: (i-2) Anordnen des Verbindungsteiles zwi- 
schen die Mehrzahl von Einzelteiien und Verbinden der 
Einzelteile uber das VerbindungsteiL 

Bei dem bevorzugten Herstellungsverfahren gemafi' 

30 der vorliegehden Enmdung wird somit die isolierende 
Karte in eine Mehrzahl von voneinander getrennten 
Teilen unteneilt und die voneinander getrennten Teile 
sind jeweils untereinander mit der Verbindungseinrich- 
tung Oder dem Verbindungsteil gekoppelt, so daB eine 

35 thermische Ausdehnung eines jeden der einzelnen Teil 
absorbiert wird. Somit kann die thermische Ausdehnung 
der gesamten isolierenden Karte verringert werden, um 
irgendwelche Formveranderungen zu verhmdem, so 
daB die Zuverlassigkeit der Halbleitervorrichtung ver- 

40 bessert isL ' ' r o j 

GemaB einer vorteilhaften Ausgestaltung umfaBt das 
Verfahren weiterhin: (p) Bereitsteilen eines zweiten 
Verbindungsdrahtes, wenn der Verbindungsdraht als er- 
ster Verbindungsdraht definiert ist; und (g) Herstellen 

45 einer Verbindung zwischen den Verdrahtungsmusterri 
benachbarter Einzelteile mit dem zweiten Verbindungs- 
draht.' wobei diese VerbindungshersteUung nach dem 
Schritt G) erfolgt- . • 

Der oben genannte Schritt (i-2) kann bevorzugt den 

50 folgenden Unterschritt aufweisen: (1-2-1) Festlegen der 
Mehrzahl von EinzelteQen und des Verbindungsteiles 

• unter Verwendung eines Klebstoffes, wobei das Her- 
stellungsverfahren weiterhin auf\yeist: (p) Bereitsteilen 
eines Versiegeiungsmatenales, welches fur Versiege; 

55 lungszwecke geeignet ist; und (o) Versiegehi der Innen- 
seite der Durchgangsbohrung mit dem Versiegelungs- 
material, wobei das Versiegeln nach dem Schritt (n) er- 
folgt • " • / , 

Bei dieser vorteilhaften Ausgestaltungsform der vor- 

60 liegenden Erfindung k5nnen die Halbleiterelemente und 
der Verbindungsdraht stabil und ziiveriassig uber eine 
lange Zeitdauer hin geschutzt werden und die Zuverias- 
sigkeit der Halbleitervorrichtung wird verbessert, da die 
Verbindungseinrichtung und die Einzelteile mit dem 

65 Klebstoff miteinander verbunden sind und die.Innensei- 
te der Seitenwand mit dem Versiegelungsmaterial abge- 
dichtetist. 

Der in dem Schritt (a) bereitgesteUte Rahmen kann 
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bevorzugt in dem auBeren Umfassungsgehause eine 
Umfangswand definieren, wobei die Umfangswand zu- 
ruckspringend aiisgebildet wird, so daB die Umfangs- 
wand und' eine seidiche .Oberflache der isolierenden 
Karte an dem Stufenbereich einen Ausxiehraungsbe- 
reich biiden. und wpbei in dem Rahmen ein Kerbenbe- 
reich aiisgebildet wird, der mit dem Ausnehmungsbe- 
reich in Verbindung steht und sich durch die erste Ober- 
flache in einem Teil der Umfangswand erstfeckt - 

Bei dieser vorteilhaften Ausgestaltungsform des Her- 
stelliingsverfahrens der vorliegenden Erfindung ist die 
Ausnehmung an der Umfangswand und der; seidichen 
Oberflache der isolierenden Karte ausgebildet, wenn 
der Rahmen an der isolierenden Karte angebracht wird, 
so daC er in Eingriff mit dem abgestuften Bereich ge- 
langt. Weiterhin ist der Kerbenbereich in einem Teil der 
Umfangswand vorgesehen, der mit .diesem Ausneh- 
mungsbereich in Verbindung steht und sich zur Unter- 
seite des Rahmens (der ersten Oberflache) erstreckt. so 
daB uberschussiger KJebstoff zum Befestigen der isolie- 
renden Karte in diesen Kerbenbereich flieBt, wenn der 
Rahmen unter Druck gegen die isolierende Karte ge- 
setzt wird. so daB verhindert werden kann, daB der 
Kiebstoff fiber die Oberflache der isolierenden Karte 
hinaus lauft. Da so mit kein Kiebstoff auf die zweite 
leitfahige Folic gel angen kann, hat die Vorrichtung gute 
Warmeabstrahleigenschaften und hohe Zuverlassigkeit. 

SchlieBlich kann der im obigen Schritt (a) bereitge- 
stellte Rahmen des Umfassungsgehauses mit einer zu- ^ 
riickspringenderi Oberflache aysgestattet werden, wel- 
ch e von der zweiten Oberflache entlang einer Offnung 
der Durchgangsbohrung in der zweiten Oberflache zu- 
ruckspringt, wobei, wenn der Stufenbereich als erster 
Stufenbereich definiert ist. die zuruckspringende Ober- 
flache ais zweiter Stufenbereich naher an der zweiten 
Oberflache als die freiliegende Oberflache definiert 
wird, Wobei die AnschluBelektrode in dem Rahmen so 
angeordnet wird, daB die freiliegende Oberflache der 
AnschliiBelektrbde naher an der zweiten Oberflache als- 
das Bbndierungskissen des Halbleiterelementes ist, 
wenn die isolierende Karte mit dem Umfassungsgehau- 
se' verbunden. wird und wobei das Herstellungsverfah- 
ren die weiteren folgenden Schritte aufweist: (q) Bereit- 
stellen eiheis Deckels, der mit dem zweiten Stufenbe- 
reich in Eingriff bringbar. ist, dm die Offnung der Durch- 
gangsbohrung in der zweiten ..Oberflache zii .verschlie- 
Ben; (r)* Bereitstellen eines Versiegelungsmaterials, wel- 
ches fur Versiegelungszwecke geeignet ist; (s) Versie- 
geln des inneren Bereiches der Durchgangsbohrung der 
isolierenden Karte in Richtung der freiliegenden Ober- 
flache niit dem" Versiegelungsmaterial, wobei das Ver- 
siegeln nach dem Schritt (n) erfolgt; (t) wenn der Kleber 
als erster Kleber definiert ist, Aufbringen eines zweiten 
- Klebers auf den zweiten Stufenbereich und das Versie- 
gelungsmaterial, um einen Teil des Verdrahtungsmateri- 
als oberhalb der Oberflache des Versiegelungsmaterials- 
zu bedecken; (u) Aufsetzen des Deckels auf den zweiten 
Stufenbereichrum'die Offnung der Durchgangsbohrung 
in der zweiten Oberflache zu bedecken; und (v) Aushar- 
ten des zweiten Klebstoffes. 

Demzufoige wird bei dieser Ausgestaltung des Her- 
stellungsverfahrens der innere Bereich der Durchgans- 
bohrung der isolierenden Karte niit dem Versiegelungs- 
material ausgefiillt und der zweite Kiebstoff wird aufge- 
bracht, um einen Teil des Verbindungsmateriales zu be- 
decken, welches auf der Oberflache des Abdichtmate- 
riaies freiliegt, woriach daiin der Deckel mit dem zwei- 
ten Kiebstoff festgelegt wird, wobei der Deckel in Ein- 
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griff mit dem zweiten abgestuften Bereich ist Somit 
liegt der'Verbindungsdraht- nicht an der Luft und eine 
Korrosion oder Oxidation des Verbindungsdrahtes 
kann verhindert werden, so daB die Zuverl3.ssigkeit der 
5 Haibleitervorrichtung verbessert ist 

Weitere Einzelheiten, Aspekte und 'Vorteile der vor- 
liegenden Erfinduiig erge ben sich aus der nachfolgeri- 
den Beschreibung von Ausfuhrtmgsformen anhand der 
Zeichnung. 
10 Eszeigt:. 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Haibleitervorrichtung 
gemaB einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfm- 
dung; 

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Halbleitervorrich- 
15 tung gemaB der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 3 eine Seitenahsicht auf die Haibleitervorrich- 
tung gemaB der bevorzugten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung; 
Fig. 4 eine Ansicht von unten auf die bevorzugte Aus- 
20 fuhrungsforrn der erfindungsgemaBen Haibleitervor- 
richtung; 

Fig. 5 eine vergroBerte Teilschnittdarsteilung der er- 
findungsgemaBen bevorzugten Haibleitervorrichtung; 
Fig. 6 eine Ansicht von unten auf eine Halbleitervor- 
25 richtung eiiier zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform; 
Fig. 7 eine Ansicht von unten auf eine Haibleitervor- 
richtung gemaB einer dritten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung; 

Fig, 8 eine Draufsicht auf eine Haibleitervorrichtung 
30 einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung; . 

Fig. 9 eine Querschnittsdarstellung der Haibleiter- 
vorrichtung aus Fig. 8; 

Fig. 10 eine Ansicht von unten auf die Halbleitervor- 
35 richtung von Fig. 8; 

Fig. 11 eine weitere Ansicht von unten auf die bevor- 
zugte Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 12 eine Ansicht von unten auf eine. weitere Aus- 
fiihrungsform der vorliegenden Erfindung; 
40 Fig. 13 eine weitere Ansicht von unten auf die Aus- 
• fuhrungsforrn von Fig. 12; 

Fig. 14. eine Querschnittsdarstellung durch eine wei- 
tere' Ausgestaltungsform der vorOegenden Erfindung; 
und 

45' Fig. 15 und. 16 eine Schnittdarstellung bzw. eine 
Draufsicht auf die bekannte Haibleitervorrichtung ge- 
maB obiger Beschreibimg. . 

Fig. 1 ist eine Draufsicht auf eine Haibleitervorrich- 
tung gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der vorlie- 

50 genden Erfindung. Fig, 1 zeigt als Beispiel eine Lei- 
stungs-Halbieitervbrrichtung (Power-Semiconductor) 
mit abgenommener Abdeckuhg, um die innere Andrd- 
nuhg in der Haibleitervorrichtung darstellen zu konnen. 
Fig^ 2 ist- eine Querschnittsdarstellung der Halbleiter- 

55 vorrichtung aus Fig. 1 entlang der .dortigen Linie U-Il, 
Fig- 3 ist eine Seitenansicht der Haibleitervorrichtung 
von Fig. 1 und Fig. 4 ist eine Ansicht von unten auf die 
Halbleiten^dmchturig"von TT' [ " ' ' 

In den Fig. 1 bis 4 ist .mit dem Bezugszeichen 30 ein 

60 Trager oder Rahmen bezeichnet Der Rahmen' 30 wird 
durch SpritzguB aus einem Thermoplasten gefertigt 
Das Beziigszeichen 31 bezeichnet eine Durchgangsboh- 
rung, das Bezugszeichen 32 bezeichnet eine Befesti- 
gungs- oder Anbringoberflache als erste Oberflache 

65 und das Bezugszeichen 33 bezeichnet einen Stufenljc: 
reich mit einem Boden 34, der von der Anbringoberfla- 
che 32 zuriickspringt und mit einer Umfangswand 35. 
Das Bezugszeichen 36 bezeichnet ein Verdrahtungsmu- 



DE 195 

. • 11 

ster in Form einer ersten lei'tfahigen Folic und das Be- 
zugszeicheh 37 bezeiciinet eine isolierende Platte, wel- 
- chVaus einem anorganischen Material gesintert isL Die 
Platte 37 aus anorganischem gesinierten Material be- 
steht' im* dargesteDten AusfOhriingsbeispiel aus einer 
Keramik. Das Bezugszeichen 38 bezeichnet einen Me- 
taflOberzug als zweite leitfahige Folic, wobeisowohl das 
Verdrahtungsmuster 36 als auch der MetailQberzug 38 
aus einem Kupfermaterial bestehen. Das* Verdrahtungs- 
muster 36, die Keramikplatte 37 and der Metailuberzug 
38' bilden eine isolierende Karte 39, welche niit deni 
Boden 34 des Stufenbereiches 33 verbunden ist, wobei 
das Verdrahtungsmuster 36 in Richtung der Durch- 
gangsbchrung 31 weist 

Da das Leistungs-HaJbleiterelemeht im Betrieb eine 
hohe Teraperatur erreicht, wird als Klebstoff ein elasti- 
sches, 'technisch aushirtendes Silikonklebemittel ver- 
wendet Fur gewShnlich wird die isolierende Karte 39 
dadurch hergesteilt, daB der Metailuberzug 38 mit einer 
DLcke von ungefahr 0,1 bis 0,4 mm auf beide Oberfla- 
chen einer Keramikplatte. mit einer Dicke von ungefahr 
0.5 bis 1 mm aufgebracht wird, wobei weoigstens einer 
der Metalluberzuge .als Verdrahtungsmuster 36 ver- 
wendetwird 

' Halbleiterelemente 40 sind auf die Oberflache des 
Verdrahmngsmusters 36 aufgelotet Auf der Oberflache 
des Halbleiterelementes 40. ist ein Bondieningskissen 41 
vo/gesehen. Diese Halbleitervorrichtimg ist mit sechs 
Dioden fur den Wandler, .sechs Transistoren fur den 
Inverter, sechs Freilaufdioden fur den Inverter, einen 
Transistor fur den Brems- oder Generatorbetrieb und 
eine Freilaufdiode fur den Breras- oder Generatorbe- 
trieb versehen. Ein sogenanntes Duramy-Kissen 42 in 
Form eines inselformigen Bereiches in dem Verdrah- 
tungsmuster 36 steht nicht elektrisch mit anderen TeUen 
in Verbindung. 

Eine AjischluBeiektrode 43 fur den nach auBen ge- 
h end en AnschluB ist L-fdrmig und an dem Rahm en 30 
angegossen. Die Hinterseite des inneren Endes oder ein 
. Ende dieser AnschluBelektrode 43 sitzt auf dem Rah- 
men 30 auf. Die obere Oberflache dieses inneren Endes 
liegt frei in Richtung eines Innenraumes 44 des Rah- 
mens 30 vor, wobei.die freiliegende Oberflache, auf wel- 
cfaer der Verbindungsdraht aufgebondet ist, parallel zur 
Oberflache des Verdrahtungsmusters 36 der isolieren- 
den Karte 39 iind ebenfalls parallel zu der Aufbring- 
oberfltche 32 liegt Das andere Ende der AnschluBelek- 
trode oder ihr auBeres Ende hiervon steht als vorstehen- 
des Ende von einer oberen Oberflache 49 des Rahmens 
30 vdr, welche die zweite Oberflache des Rahmens 30 
ist. Die AnschluBelektrodeh 43 und der Rahmen 30 bil- 
den ein auBeres Urafassungsgehause 45. 

■ Da die Stromkapazitat dieses Leistimgs- Halbleiter- 
elementes hoch ist, wird ein Aluminiumdraht mit einem 
Durchmesser voh ungefShr 0,1. bis 0,5 mm als Verbin- 
dungsdraht 46 verwendet Ein gelartiges Silikonharz 47 
wird auf. die freiliegenden Oberflachen der inneren En- 
den~der - AnschluB el ektroden -43- aufgebracht. -um die 
Halbleiterelemente 50 und die AnschluBelektroden 43 
zu schiitzen. Ein Deckel 48 ist mit einem Deckelsitz 50 
verbunden, der eine zweite Stufe ist, welche von der 
oberen Oberflache 49 des Rahmens 30 zuruckspringt. 
Die Befestigung des Deckels 48 erfolgt mit einem elasti- 
schen, thermisch aushartenden Klebstoff. Dieser KJeb- 
stoff 51 verbindet den Deckel 48 mit dem Deckelsitz 50 
und versiegeli den Verbindungsdraht 46, der von der 
Oberflache des Silikonharzes 47 vorstehl 

Mil dem Bezugszeichen 52 ist eine Befesiigungsboh- 
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rung der Halbleitervorrichtung bezeichnet und mit Be- 
zugszeichen 53 eirie Ausrichtbohrung. Das Bezugszei- 
chen 54 bezeichnet eine Flieflausnehmung fur den Kleb- 
stoff. welche in der Umfangswand 35 des Stufenberei- 
5 ches 33;der.Aufbringpbefnache 32 der Halbleitervor- 
richtimg. und in der seitiichen Oberflache der isolieren- 
den Karte 39 eingebracht ist, welche in dem Stufenbe- 
reich 33 befestigt ist. Eine. Klebstoff aufnahme 55 in Ker- 
benform ist wie ein kreisformiger Bogen der gleichen 

10 Tiefe. wie der Stuf enbereich 33 ausgebildet und steht mit 
der FiieBausnehmung 34 in Verbindung. 

Die Halbleitervorrichtung gemaB obiger Beschrei- 
bung wird im wes"entiichen wie folgt hergesteilt 
Zunachst werden gieichzeitig mit der Herstellung des 

t5 Rahmens 30 durch einen SprhzguBvorgang die. An- 
schluBelektroden 43 eingesetzt und bearbeitet, so daB 
das auBere Umfassungsgehause 45 vorbereitet isL- Wei- 
terhin wird die isolierende Karte. 39 durch Ausbilden 
eines bestimmten Verdrahtungsmusters 36 in einer der 

20 Metalluberzuge der isolierenden Karte vorbereitet 
Wenn dieses Muster ausgebildet wird, wird der inselfor- 
mige Bereich, der als Dununy-Kissen 42 verwendet 
wird, im Nahbereich des Musters des Halbleiterelemen- 
4 tes ausgebildet 

25 Nachfoigend wird eine Lotpaste auf das Verdrah- 
tungsmuster 36 der isolierenden Karte 39 aufgebracht 
und elektrische Bauteile, beispielsweise die Halbleiter- 
elemente, werden in ihren bestinunten Positionen ange- 
ordnet 

30 Nachfoigend wird . ein Klebstoff auf den Stufenbe- 
reich 33 des Rahmens 30 aufgebracht und dann wird das 
auBere Umfassungsgehause 45 auf der isolierenden 
Karte 39 angeordnet, wobei das Verdrahmngsmuster 36 
in der isolierenden Karte 39 nach oben weist Es wird 

35 dann ein gewisser Druck aufgebracht, um uberschussi- 
gen Klebstoff von der Verbindungsflache auszutreiben. 
Es erfolgt dann ein Erwarmungsvorgang und die elektri- 
scfaen Bauteile werden festgelotet und das auBere Um- 
fassungsgehause 45 und'die isolierende Karte 39 werden 

40 miteinander verbunden. 

Nachfoigend werden die Halbleiterelemente 40, das 
Verdrahtungsmuster 36 und die inneren Enden der An- 
schluBelektroden 43 mit deni Verbindungsdraht 46 
durch einen Bondierungsvorgang miteinander verbun- 

45 den, wobei ein Ultraschall-Druckverbindungsverfahren 
angewendet wird. Insbesondere wenn das Halbleiterele- 
ment 40 imd das innere Ende der AnschluBelektrode 43 
miteinander verbunden werden, werden das innere En- 
de der AnschluBelektrode 43 und das Halbleiterelernent 

50 40 aufeinanderfolgend verbunden, der Verbindungs- 
draht 46 wird mit dem Dummy- Kissen 42.ini Nahbe- 
reich des Halbleiterelementes 40 verbunden und dann 
wird der Verbindungsdraht 46 abgeschnitten. ; 

Nachfoigend wird das Silikonharz 47 auf die freilie- 

55 gende Oberflache der inneren Enden der AnschluBelek- 
troden aufgebracht und ausgehartet und dann wird der 
Klebstoff 5t auf den Deckelsitz 50 aufgebracht, um den 
Verbindungsdraht -46. YoUstandig-ZU-bedecken, der mit 
den freiliegenden Oberflachen der inneren Enden der 

60 AnschluBelektroden 43 auBerhalb der Oberflache des 
. Silikonharzes 47 bondiert ist, wonach dann der Kleb- 
stoff 51 ausgehartet wird, um den Decked 48 zu befesti- 

Die Axbeitsweise dieser Halbleitervorrichtung wird 
es nachfoigend beschrieoen. 

Wie bereits erlautert, weist diese Halbleitervorrich- 
tung sechs Dioden fur den Halbleiter- Wandler, sechs 
Transistoren fur den Inverter, sechs Freilaufdioden fiir 
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den Inverter, einen Transistor fur den Brems- oder Ge- 
neratorbeirieb und eine Freilaufdiode fur den Brems- 
oder Generatorbetrieb auf, wobei als Eingangsenergie- 
versorgung eine dreiphasige Wechselstromversorgung 
angelegt . wird. Diese Wechselstromversorgung wird 
von dem Wandler in einen Gieichstrpm umgesetzt und 
daii'n Von .dem Inverter in einen Wechselstrom mit va- 
riabler Frequenz umgesetzt Dieser Strom wird an einen 
Elektromotor angelegt und dazu verwendet; als Dreh- 
zahlregelung fur den Motor zu dienen. 

Da beii dieser Halbleitervorrichtung die isolierende 
Karte direkt an einem nicht dargestellten extemen 
Kuhlkorper angebracht ist, wird durch den Betrieb der 
Transistoren fur den Invertierer erzeugte Warme effek- 
li V zur AuBenseite bin abgestrahlt. 

Das auBere Umfassiingsgehause 45 weist die An- 
schluBelektroden 43 und den Rahmen 30 auf, welche 
einstuckig ausgebildet sind, wobei die AnschluBelektro- 
den 43 mit ihren vorstehenden Enden entlang den bei- 
den Seiten des Rahmens 30 einander gegenuberliegend 
mit der Durchgangsbohrung 31 dazwischen angeordnet 
sind 

Wenn die AnschluBelektroden wie oben beschrieben 
niit dem Kunststdff versiegelt werden. besteht keine 
Notwendigkeit, die AnschluBelektroden 43 an dem Ver- 
drahtuhgsmuster 36 der isolierenden Karte 39 mit ei- 
neni Lot zu befestigen. Demzufolge wird eine groBe 
Lotflache zuni Tragen der AnschluBelektroden 43 nicht 
benotigt, so daB die Flache der isolierenden Karte 39 
klein gemacht werden kann. .Weiterhin ist es nicht not-, 
wendig, die AnschluBelektroden mit gekrumrnte'n Ab- 
schnitten zur Belastungsaufnahme aufgrond thermi- 
scher Yerfonnungen der isolierenden Karte 39 auszu- 
statten, 'sddaB eine Halbleitervorrichtung geringer H6- 
he hergestellt werden kann. 

. Die Anschluss e mitt els des Verbindungsdrahtes 46 er- 
folgen samtlich durch Bondieren. Insbesondere wenn 
das Halbleiterelement 40 und das inhere Ende der An- 
schluBelektrode 43 miteinander verbunden werden, 
wird der AnschluBdraht 46 zunachst mit dem inneren 
Ende der AnschluBelektrode 43 als erster Bondieriings- 
pimkt verbunden und dann wird er^mit dern Bondie- 
rungskissen 41 des Halbleiterelementes 40 ohne Ab- 
schneiden des Verbindungsdrahtes 46 verbunden. Der 
Verbindungsdraht .46 wird dann weitergefuhrt und mit 
deni Dummy-Kissen 42 als zweiter Bohdierungspunkt 
verbunden und erst dann wird der Verbindungsdraht 46 
hier "geschnitten. Die Verbindung wird derart insbeson- 
dere dann gemacht, wenn das Halbleiterelement 40 und 
das innere Ende der AnschluBelektrode 43 miteinander 
verbunden werden, wobei der Grund hierfur wie folgt 
ist: wenn das innere Ende der AnschluBelektrode 43 als 
zweiter Bondierungspunkt verwendet wird, muB der 
AJuminiumdraht oder Verbindungsdraht 46 naeh dem 
Aufbondiereh auf die freie Oberflache des inneren En- 
des der.AnschluBelektrode 43 geschnitten werden. Der 
Aluminiumdraht. ist jedoch im Gegensatz zu den bei 
herkommlichen ICs verwehdeten Golddraht nicht durch 
einfaches"ziehen~abzureiBen; so daB ein Drahtschneider 
verwendet werden muB. 

Da jedoch das innere Ende jeder AnschluBelektrode 
43 n ah e der Innenwand der Durchgangsbohrung 31 des 
Rahmens 30 hier zur Halfte versenkt ist, liegt kein spe- 
zieiler Freiraum vor, der es moglich macht, daB das 
Ultraschall-Druckverbindungswerkzeug und der Draht- 
schneider nahe dieses inneren Endes herangebracht 
werden konnen. Um einen derartigen zusatzlichen 
Raum sicherzustellen, muBte das innere Ende der An- 
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schluBelektrode 43 ausreichend von der Seitenwand der 
Durchgangsbohrung 31 des Rahmens 30 entfernt wer- 
den, was zu einem Anwachseia der GroBe des Rahmens 
30 fuhren wurde. 
5 Wenn das Bondierungskissen 41 des Halbleiterele- 
mentes 40 als zweiter Bondierungspunkt verwendet 
wird," liegt Freiraum zum Heranbringen des Ultraschall- 
Druckvefbindimgswerkzeuges und des Drahtschnei- 
dersj/or,'aber der Drahtschneider muB auf dem Bondie- 

10 run^kissen 41 des Halbleiterelementes 40 wirksam- 
werden, was mechanische Belastungen auf das Halblei- 
terelement 40 aufbringt, so daB dessen elektrische Ei- 
' genschaften und die Zuverlassigkeit moglicherweise be- 
eintrachtigt werden. 

15 Es ist daher bei der geschilderten bevorzugten Ausr 
gestaltungsform der vorliegenden Erfmdung das Dum- 
my-Kissen 42 nahe dem Halbleiterelement 40 vorgese- 
hen und der Verbindungsdraht 46 wird erst dann abge- 
schnitten, wenn er mit diesem Dummy-Kissen 42 bon- 

20 diert worden ist. Somit konnen die Inneren Enden der 
AnschluBelektroden 43 und die Halbleiterelemente 40 
ohne Beeintrachtigungen der elektrischen Eigenschaf- 
ten und der Zuverlassigkeit des Halbleiterelementes 
miteinander verbunden werden. 

25 Auf den Stufenbereich 33 der Aufbringoberflache 32 
der. Halbleitervorrichtimg wird Klebstoff mit geringem 
OberschuB aufgebracht, um die isolierende Karte 39 mh 
dem S.tufenbereich 33 zu verbinden. Der OberschuBan- 
teil des Klebstoffes wird durch Aufdrucken des auBeren 

30 Urhfassungsgehauses 45 ausgetrieben, wenn das Umfas- 
sungsgehause 45 aiif der isolierenden Karte 39 angeord- 
net wird, so daS der uberschussige Klebstoff in die Kleb- 
stoffaufnahme 55 uber die FlieBausnehmung 54 stromt 
Somit kiann verhihdert werden,"daB der Klebstoff auf die 

35 untere Oberflache des Metalluberzuges 38 der isolie- 
renden Karte 39 wahrend des Zusammenbaus flieBt 
Wenn namlich der Klebstoff auf diese untere Oberfla- 
che' des Metalluberzuges 38 gerat und hier aushartet, 
verbleibt der Klebstoff auf dem Metalluberzug 38.'Der 

40 thermische Widerstand in diesera Abschnitt wachst 
hierdurch an. Weiterhin gerat der mittlere Bereich des 
Metalluberzuges 38 nicht in Kontakt mit dem Kiihlkor-. 
per, so daB der thennische Widerstand weiterhin an- 
wachst und die Warmeabstrahlung in der Halbleitervor- 

45 richtung gestort wird 

Die Klebstoffaufnahme 55 kann ' in jeder Stelle der 
Umfangswand 35 ausgebildet sein. 

Fig. 5 zeigt einen Teilschnitt durch die erfinduhgsge- 
maBe Halbleitervorrichtung. 

50 GemaB Fig. 5 ist der .Verbindungsdraht 46 auf die 
■ freie Oberflache des inneren Endes der AnschluBelek- 
trode 43 aufbondiert und erstreckt sich uber die freie 
Oberflache in Form einer leichten Bogenkrummung. 
Wenn die Hohe des Verbindungsdrahtes 46 als Scheitel- 

55 punkt des Bogens definiert wird, so ist der Deckelsitz 50 
in einer Hohenlage etwas oberhalb der Scheibenhohe 
angeordnet. Die Lagebeziehimg zwischen dem Deckel- 
sitz 50 und der freien Oberflache'des inneren Endes der 
AnschluBeiektrode-43 wird so-ausgewahlt, da, wenn die 

60 Schei'telhohe nicht sichergestellt wird, dann der Verbin- 
dungsdraht 46 eingeklemmt werden kann und an einem 
Bondierungspunkt abbrechen kann, wodurch die Vor- 
richtung unbrauchbar gemacht werden wiirde. Wenn 
die Hohe.zu groB ware, wiirde die Gesamthohe der 

65 Halbleitervorrichtung anwachsen, so daB eine geringe 
Bauhohe nicht erzielt werden kann, 

Der Verbindungsdraht 46, der mit der freien Oberfla- 
che des inneren Endes der AnschluBelektrode 43 ver- 
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bunden ist liegt oberhalb der Oberflache des Silikorihar- 
zes 47 da das Silikonharz 47 nur auf die freie Oberflache 
des inneren Endes aufgebracht wird. Wenn der Deckel 
48 aufgebracht wird, wird der KJebstoff 51 aufgebracht, 
urn den Verbindungsdraht 46. der oberhalb der Oberfla- 
che des Silikonharzes 47 Uegt, vollstandig zu bedecken 
und den Deckel 48 festzulegen. Werm das SUikonharz 47 
so eingebracht werden wiirde, daB der Verbindungs- 
draht 46 voDstandig bedeckt ware, wurde das Silikon^ 
harz beinv Verschliefien des Deckels 48 austreten, was 
beim ehdgultigen Bef esdgen des Deckels 48 Schwieng- 
keiten machen wurde. Somit ist es notwendig, deh Raum 
zwischen dem Deckel 48 und der Oberflache des Sili- 
konharzes 47 zu lassen. Wenn der Verbindungsdraht 46 
in diesem Raum liegt, konnte das Aluminium des Ver- 
bindungsdrahtes 46 durch Luftfeuchtigkeit angegriffen 
werden und die Zuverlassigkeit beeintrachdgen. Die 
Korrosion des Verbindungsdrahtes 46 kann dadurch 
verhindert werden, daB der Verbindungsdraht 46 voll- 
standig oberhalb des Silikonharzes 47 mit dem KJebstoff 
zum Befestigen.des Deckels 48 bedeckt wird 

Fig. 6 ist eine Ansicht von unten auf eine zweite Aus- 
fuhrungsform einer erfindungsgemaBen HaJbleitervor- 
richtung. 

GemaB Fig, 6 ist die KJebstoff auf nahme 55 in der 
Umfangswand 35 des Stufenbereiches 33 gegenuber ei- 
ner Ecke 66 der isolierenden Karte 39 vorgesehen. Der 
verbielbende Aufbau entspricht demjenigen der ersten 
Ausfuhrungsform mit Ausnahme der Anordnung der 
Klebstoff aufnahme 55 in der in Fig. 6 gezeigten Weise. 

Die Anordnung der Klebs toff auf nahme 55 gemaB 
Fig. 5 kann ein Ausbrechen der Ecke 66 der isolierenden 
Karte 39 verhindern und zusatzlich wird einem Kieb- 
stoffiiberschuB das Austreten in diese Klebstoffaufnah- 
me 55 erlaubt Die Ecke 66 der isolierenden Karte 39 
kann bei der Handhabung leicht brechen. Wenn die Ek- 
ke 66 bei der Handhabung bricht. wird die Kriechdist- 
anz kurzer und die dielektrische Starke verringert Wei- 
terhin wird direkter Kontakt zwischen der Ecke 66 der 
isolierenden Karte 39, welche leicht bricht und der Um- 
fangswand 35 des Stufenbereiches 3_3 vermieden, so daB 
ein Brechen der Ecke 66 der isolierenden Karte 39 ver- 
hindert wird, selbst dann, wenn die isplierende Karte 39 
und das Umfassungsgehause 45 miteinander verbunden 
werden, so daB die Herstellungsausbeute erhoht wird 

Fig: 7 zeigt eine Ansicht von unten auf eine weitere 
Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen Halbleiter- 
vorrichtung. 

GemaB Fig. 7 tritt die Unifangswand 35 nach und 
nach zuruck, je mehr sie sich der KJebstoffaufnahme 55 
nahert, wobei die isolierende Karte 39 in Mittelberei- 
chen der Seiten der Umfangswand 35 posidoniert ist, so 
daB die Breite der Klebstoff-FlieBausnehmung 54 er- 
hoht wird. und so das Fliefien des Klebstoffes in der 
FlieBausnehmung 54 der Umfangswand 35 erleichtert 
wird und somit die Aufnahme des Klebstoffes in der 
Klebstoffaufnahme 55 verbessert wird. 

-Dadurch,-daB-die.-Umfangswand sich allmahlich in 
Richtung der Klebstoffaufnahme 55 zuruckzieht. kann 
jeglicher KlebstoffuberfluB wirksam in diese Kiebstoff- 
aufnahmen 55 geleitet werden und er verbleibt hier 
auch. 

Fig. 8 ist eine Draufsicht auf eine vierte Ausfuhnmgs- 
form einer erfindungsgemaBen Halbleitervorrichtung, 
wobei der innere Aufbau der Halbleitervorrichtung mit 
abgenommenem Deckel dargestelh ist Fig. 9 ist eine 
Querschnittsdarsteliung entlang der Linie VIII-VIII m 
Fig^ 8 und die Fig. 10 und 11 sind Ansichten von unten 



auf die Halbleitervorrichtung von Fig. 8. 

In den Fig. 9 und 10 ist mit dem Bezugszeichen.60 
eine isolierende Karte A und mit dem Bezugszeichen 61 
eine is lierende Karte B bezeichnet Das Bezugszeichen 
5 62 bezeichnet eine Trennplatte, welche eine Verbin- 
dungs- oder'Kupplungsvorrichtung zwischen der isolie- 
renden Karte A 60 imd der isolierenden Karte B 61 isL 
. Die Trennplatte 62 hat konvexen Querschnitt und ist 
zwischen die isolierende Karte A 60 und die isolierende 

10 Karte B 6t mit dem vorstehenden Bereich zwischen 
dieseri Karten eingesetzt Die Trennplatte erzeugt eine 
Versiegelungsfunktion zwischen dem Silikonharz 47 
und einem Klebstoff 65, verbindet die isolierenden Kar- 
ten A 60 und B 61 und verbindet die Karten A 60 und B 

15 61 mit dem Stufenbereich 33. Das Bezugszeichen 63 
bezeichnet einen Verbindungsdraht zur Hersteilung ei- 
ner elektrischen Verbindung zwischen den Verdrah- 
tungsmustem auf den isolierenden Karten A 60 und B 
61. wobei der Verbindungsdraht 63 uber die Trennplatte 

20 62 hinweggefuhrr ist. 

Da bei dieser Halbleitervorrichtung das auBere Um- 
fassungsgehause 45 und die AnschluBelektrpden 43. 
welche nach auBen fuhren einstuckig ausgefuhrt sind, 
gibt es keinen Bondierungsbereich zwischen der isolie- 

25 renden Karte 39 und den AnschluBelektroden 43, wenn 
die isolierende Karte 39 als Einzelkarte wie in der ersten 
Ausfuhrungsform ausgefuhrt ist und ein Anwachsen von 
lokalen thermischen Belastungen kann verhindert wer- 
jden. Es verbleibt jedoch noch die Moglichkeit, daB in 

30 den Halbleiterelementen 40 erzeugte Warme eine ther- 
mische Verformimg der gesamten isolierenden Karte 39 
bewirken kann, was darm wiederum die Keramikplatte 
37 beschadigen konnte. Bei der vierten bevorzugten 
Ausfuhrungsform ist daher die isolierende Karte in zwei 

35 Teilbereiche, namlich die Kane A 60 und die Karte B 61 
unterteilt, welche untereinander mittels eines elasti- 
schen Klebstoffes unter Ven;vendung der Trennplatte 
62 verbunden sind, so daB die thermischen Ausdehnun- 
gen der entsprechenden Karten A 60 und B 61 verlan- 

40 gert werden. Somit werden thermische Verformungen 
der gesamten isolierenden Karte vermieden. Demzufol- 
ge ist auch die Zuverlassigkeit der Halbleitervorrich- 
tung gegenuber thermischen Verformungen verbessert. 
Fig. 10 zeigt die Anordnung der KJebstoffaufnahmen 

45 55 in der Umfangswand 35 des Stuf enbereichs 33 gegen- 
uber den Ecken 66 der isolierenden Karte 39, wie bereits 
unter Bezug auf die zweite Ausfuhrungsform beschrie- 
ben wurde. 

Fig. 1 1 zeigt den Aufbau mit der unterteilten isohe- 
50 renden Karte und der Ausnehmung mit sich vergro- 
Bemder Breite, wie bereits unter Bezug auf die dritte 
Ausfuhrungsform beschrieben. 

Die Fig. 12 und 13 zeigen Ansichten von unten auf 
eine fiinfte Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen 
55 Halbleitervorrichtung. ' 

Rg. 12 zeigt einen Aufbau, bei dem die isolierende 
Karte 39 in drei Telle unterteilt ist und die Kiebstoffauf- 
nahmen 55 in der Umfangswand 35 des Stufenbereiches. 
33 gegenuber den Ecken 66 der isolierenden Karte 39 
60 angeordnet sind, wie bereiu unter Bezug auf die zweite 
Ausfuhrungsform beschrieben. ■ 

Fig. 13 zeigt einen Aufbau, bei dem die isolierende 
Karte 39 ebenfalls in drei Telle unterteilt ist und die 
Breite der Ausnehmimg anwachsend gemacht ist, wie 
65 bereits unter Bezug ^uf die dritte Ausfuhrungsform er- 
lauterL ^ • 

Bei der funftenJ^usfuhrungsform ist somit die isolie- 
rende Karie 39 in drei Teile unterteilt Hierbei sind vor- 
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teilhafter Weise auch drei Arten von Halbleiterelemen- 
ten-auf den jeweiligen isolierenden Flatten angeordneL 
Die Halbleiterelemente kqnnen grob gesagt in Elemen- 
te fOr die Wandlung, Eleraente fur die Invertierung und 
Elemente fur den Brems- oder Generatorbetrieb iinter- . 5 
teilt werden. Die Elemente fur den Invertierer erzeugen 
hierbei die groBte Warmemenge. Demzufolge is.t es 
moglich, eine Keramikplatte mit guter thermischer Leit- 
fahigkeit als isolierende Platte nur fur die isolierende 
Karte zu verwenden, welche die Elemente fiir den In- 10 
venter tragt und Keramikplatten mit geringerem Preis 
und etwas schlechterer thermischer Leitfahigkeit kon- 
nen als- isolierende Platte fur die isolierende Karte rtiit 
den anderen Elementen verwendet werden. was die 
Herstellung einer" Halbleitervorrichtung mit verringer- 15 
ten Kpsten ermoglicht 

Fig. 14 ist eine Querschnittsdarstellung einer sechsten 
Ausfuhningsform einer erfindungsgeraaBen Halbleiter- 
vorrichtung. 

GemaB Fig. 14 ist ein Epoxyharz 64 anstelle des Sili- 26 
konharzes 47 vorgesehen, urn im ausgeharteteh Zustand 
die Halbleiterelemente 40 und den Verbmdungsdraht 46 
zu schutzen und urn die Oberflache der Halbleitervor- 
richtung anstelle des Deckels 48 zu versiegeln. Der ver- 
bleibende Aufbau. entspricht demjenigen der ersten 25 
Ausfuhningsform mit Ausnahme, daB die Oberflache 
der Halbleitervorrichtung durch das Epoxyharz 64 ver- 
siegeltist. . . " 

Da thermisch aushartendes Epoxyharz eine bessere 
Warmeleitfahigkeit als Silikonharz hat, kann die entster 30 
hende Warme nicht nur auf Seiten der isolierenden ICar- 
te abgestrahit werden, sondem auch zur Seite des Ep- 
oxyharzes hin, so daB die Warmeabstrahlungseigen- 
schaften verbessert sind. 

Die Beschreibung der vorliegenden Erfmdung erfolg- 35 
te anhand von exemplarisch zu verstehenden Ausfuh- 
rungsbeispielen und, unter Bezugnahrae auf eine Lei- 
stungs- Halbleitervorrichtung; es versteht sich, daB die 
vorliegende Erfinjiung auch bei anderen Haibleitervor- . 
richtungen anwendbaf isL Weiterhin versteht sich, daB 40 
die besbhriebenen Ausfuhrungsbeispiele.als nicht ein- 
schrknkend zu verstehen sind, sondem daB eine Vielzahl 
von weiteren Abwandlungen und Modifikationen mog- 
lich isv ohne den Rahmen und Gegenstand der vorlie- 
genden Erfindungzu verlassen. 45 

Patentanspruche - 

1. Eine Halbleitervorrichtung mit: 

(a) einem auBeren Umfassungsgehause; wobei 50 

' das auBere Umfassungsgehause aufweist: 
(a-1) einen Rahmen mit einer Durchgangsboh- 
rung, welche durch eine erste Oberflache imd 
eine zweite Oberflache, welche einander ge- 
genuberliegen, verlauft und einen Stufenbe- 55 

. reich aufweist, der von der ersten Oberflache 
entlang einer Offnung der Durchgangsboh- 

■ rung in der ersten Oberflache zuruckspringt, 

und '■ ■ 

(a-2) eine'AnschluBelektrode, welche teilweise eo 
in dem Rahmen eingebettet ist und deren eines 
Ende von der zweiteh Oberflache des Rah- 
mens vorsteht und deren anderes Ende eine 
freiiiegende Oberflache parallel — zu der er- 

• St en Oberflache der Durchgangsbohrung defi- es 
niert, wobei die erste Oberflache eine An- 
bringoberflache fur die Halbleitervorrichtung 
defmiert und wobei die Halbleitervorrichtung 
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weiterhin aufweist: ^ - 

-(b) eine isolierende Karte. wobei die isolieren- 
de Karte aufweist: 

• (b-1) eine isolierende Plane mit zwei Haupt- 
oberflachen, 

(b-2) eine erste leitfahige Folie, welche auf ei-. 
ner der Hauptoberflachen der isolierenden 
Platte angeordnet ist und ein Verdrahtungs- 
muster bildet, und 

(b-3) eine zweite leitfahige Folic auf der ande- 
ren- der Hauptoberflachen der isoflerenden 
Platte, 

wobei die isolierende Karte an dem Stufenbe- 
reich des Rahmens so befestigt ist, daD die 
Oberflache der ersten leitfahigen Folie zur In- 
nenseite dei* Diu^hgangsbohrung -des Rah- 
mens weist und die Oberflache der zweiten 
leitfahigen Folie von der ersten Oberflache des 
Rahmens aus vorsteht, 

wobei die Halbleitervorrichtung weiterhin 

• aufweist: 

(c) ein Halbleiterelement, welches auf dem 
Verdrahtimgsmuster angeordnet ist und auf 
seiner Oberflache ein Bondierungskissen auf- 
weist; und 

(d) einen Verbindungsdraht, der die freiiiegen- 
de Oberflache der AnschluBelektrode und das 
Bondierungskissen des Halbleiterelementes 
durch eine Bondierung verbiridet; wobei die 
erste leitfahige Folie aufweist: 

(b-2-1) einen inselfdrmigen Bereich. an wel- 
chem ein AnschluB ende. des Verbindungsdrah- 
tes angebondet ist imd der keine elektrische . 
Verbindimg mit seiner Umgebung hat 

2. Halbleitervorrichttmg nach Anspruch 1, wobei 
die erste leitfahige Folie und die zweite leitfahige 
-Folie im wesentlichen aus Metall bestehen, wobei 
Kupfer wenigstens eine Hauptkomponente ist. 

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, wobei 
der Verbindungsdraht im. w.esentlichen aus Alumi- 
nium besteht und einen Durchmesser von ungefahr 
0,1 bis 0,5 mm hat 

4. Halbleitervorrichtung nach^ Anspruch 3, weiter- 
hin mit (e) einem Versiegelungsmaterial zum Fullen 
der Innenseite der Durchgangsbohrung, so daB das 
Halbleiterelement, das Verdrahtungsmuster, die 
freiiiegende Oberflache und der Verbindungsdraht 
bedecktsind. 

5. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 4, wobei 
das Versiegelungsmaterial im wesentlichen aus Ep- 
oxyharz besteht 

6. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1. wobei 
die isolierende Platte aus einer gesinterten Platte 
aus anorganischen Material besteht 

7. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 6, wobei 
die isolierende. Platte im wesentlichen aus Keramik 
besteht 

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1. wobei 
"* die-isolierende-Karte in'eine'Mehrzahl von Einzel- 

teilen unterteilt ist, wobei alle Einzelteile einen Teil 
der isolierenden Platte, einen Teil der ersten leitfa- 
higen Folie und einen Teil der zweiten leitfahigen 
Folie aufweisen und wobei die Halbleitervorrich- 
tung weiterhin aufweist: 

(e) eine Verbindungsvorrichtung zum Verbin^ 
den der Mehrzahl von unterteilten Einzelteile 

, miteinarider, um thermische Ausdehnungen ei- 
nes jederi der Einzelteile zu absorbieren. 



DE 195 

Chen thcrmischen Belastungen voriiegt — Fortnverin* 
derungen der -gesamten isolierenden Platte aufgrund 
von Warme der Leistungs-Halbleiterelemente. da die 
isolierende Platte eine zusammengesetrte Platte mit 
Materialien iinterschiedlicher Art ist, so daB Beschadi- 
gtingen an der FCeramikplatte der isolierenden Platte 
erfoigen k6nnea 

Wenn der Aufbau verwend t wird. bei dem die Isolie- 
rende. Platxe der Halbleitervorrichtung direkt mit dem 
KQhlkorper in Verbindung steht, flieBt, wenn die KJeb- 
stoffmenge znm Befestigen der isolierenden Platte an 
dem" Rahmen nur etwas ziiviel ist, dieser KJebstoff auf 
die Oberflache der isolierenden Platte auf der Seite, 
welche in Kontakt mit dem Kuhlkdrper ist. Wenn der 
KJebstoff aushartet kann ein Kontakt mit der isolieren- 
den Platte und dem KQhlkorper nicht sichergestellt wer- 
den, wenn die Halbleitervorrichtimg an dem KQhlkor- 
per angebracht wifd und die Kuhlleistung nimmt ab 
Oder aber der ausgehartete KJebstoff kann beim Befe- 
stigen einen lokalen' Druck auf die ' isolierende Platte 
ausuben, so daB die Keramikschicht der isolierenden 
Platte beschadigt werden kann. . 

Wenn das Gehause und die nach auBen fuhrenden 
AnschluBelektroden einstuckig aiafgebaut sind, wird der 
'Silikonkunststoff verwendet, die Halbleiteirelemente 
und die- Verbindungsdrahte zu scfaQtzen, der Epoxy- 
Kunststoff wird jedoch nicht verwendet, da keine Not- 
wendigkeit besteht, die AnschluBelektroden zusatzlich 
zu befestigen: Anstelle hiervon wird ein Deckel oder 
eine Abdeckung oberhalb der AnschluBenden der nach 
auBen fuhrenden AnschluBelektroden auf der Innensei- 
te des Gehauses verwendet Wenn der Silikonktmststoff 
bis zur Hohenlage des Deckels eingespritzt wird, kann 
ein KlebemitteJ zum Befestigen des Deckels nicht auf- 
gebrachi werden, so daB aus diesem Grund ein Frei- 
raum linierhalb des Deckels verbleiben muB. Von dafaer 
wird die obere Oberflache des Siiikonkunststoffes so 
tief als moglich gelegt, da es wimschenswert ist, die Ho- 
he der gesamten Halbleitervorrichtung so gering wie 
moglich zu machen: Dann besteht jedoch Gefahr, dafi 
der Aluminiumdraht an den AnschluBenden der .An- 
schluBelektroden im Inneren des Gehauses in diesem 
Freiraum ungeschiitzt voriiegt, so daB er oxidieren 
kann: ' . 

Wie aus der obigen Dariegung hervorgeht, haben 
herkommliche Haibleitervorrichtungen Probleme hin- 
sichtlich der Zuverlassigkeit bei der HersteUung, insbe- 
sondere dann, wenn sie aus einem' einstuckig aufgebau- 
len Gehause ziisammert mit nach aiiBen fuhrenden An- 
schluBelektroden mit geringer Grofle hergesteUt wer- 
den sollen; 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenderi Erfmdung, ei- 
ne Halbleitervorrichtung mit geringem Abmessungen 
and hoher Zuverlassigkeit zu schaffen, so wie ein Ver- 
fahren ziir HersteUung einer derardgen klein bauenden 
und sehr zuverlassigen Halbleitervbrrichtimg. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemaB 
durch die in den Anspriichen^ 1 bzw. JiT^angegebenen 
Merkma!e.~wobVi~die~jeweingeh'U vor- 
leilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Er- 
findung zum Inhalt haben. 

ErfindungsgemaB ist somit gemaB eines Aspektes der 
vorliegenden Erfmdung eine Halbleitervorrichtung vor- 
gesehen mit: (a) einem iuBersn Umfassungsgehause; 
wobei dis auBere Umfassungsgehause aufweist: (a-1) 
einen Rahmen mit einer Diirchgangsbohrung. welche 
durch-eine erste Oberflache und eine zweite Oberflache, 
welche einander gegenuberliegen verliuft und einen 
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Stufenbereich aufweist. der von der ersten Oberflache 
entlang einer Offnung der Durchgangsbohrung in der 
ersten Oberflache zunickspringt, und (a-2) eine An- 
schluBelektrode, welche teilweise in dem -Rahmen ein- 
5 gebettet ist imd deren eines Ende von der zwciten Ober- 
flache des Rahmens vorsteht und deren anderes Ende 
eine freiiiegende Oberflache parallel zu der ersten 
Oberflache der Durchgangsbohrung definiert, wobei die 
erste Oberflache eine Anbringoberflache fur die Haib- 

10 leitervorrichtung definien und wobei die Halbleitervor- 
richtung weiterhin aufweist: (b) eine isolierende Karte, 
wobei die isolierende Karte aufweist; (b-1) eine isolie- 
rende Platte mit zwei Hauptoberflachen, (b-2) erne erste 
leitfahige Folie,. welche auf einer der Hauptoberflachen 

15 der isolierenden Platte angeordnet ist und ein Verdrah- 
tungsmuster bildet, und (b-3) eine zweite leitfahige Folie 
auf der anderen der Hauptoberflachen der isolierenden 
Platte, wobei die isolierende Karte an dem Stufenbe- 
reich des Rahmens so befestigt ist, daB die Oberflache 

20 der ersten leitfahigen Folie zur Innenseite der Durch- 
gangsbohrung des Rahmens weist und die Oberflache 
.der zweiten leitfahigen Folie von der ersten Oberflache 
des Rahmens aus vorsteht, wobei die Halbleitervorrich- 
tung weiterhin aufweist: (c) ein Halbleitereiement, wel- 

25 ches auf dem Verdrahtungsmuster angeordnet ist und 
auf seiner Oberflache ein Bondierungskissen aufweist; 
und (d) einen Verbindungsdraht, der die freiiiegende 
Oberflache der AnschluBelektrode und das Bondie- 
rungskissen des Halbieiterelementes durch eine Bondie- 

30 rung verbindet; wobei die erste leitfahige Folie auf^ 
weist: (b-2-1) einen inselformigen Bereich. an weichem 
ein AnschluBende des Verbindungsdrahtes ahgebondet 
ist und der keine elektrische Verbindung mit seiner Um- 
gebunghat 

35 GemaB dieses Aspektes- der vorliegenden Erfindung 
ist somit der inselformige Bereich des Verdrahtungsmu- 
sters vorgesehen, an weichem ein AnschluBende des ei- 
nen Verbindungsdrahtes zum.Verbinden der freiiiegen- 
den Oberflache der AnschluBelektrode mit dem Bondie- 

40 rungskissen des Halbieiterelementes angebondet ist und 
von dem "eine elektrische Verbindimg^ anderen Berei- 
chen nicht voriiegt und der Draht kann an dem Bondie- 
rungspunkt in diesem inselformigen Bereich abgeschnit- 
ten werden. Im Ergebnis werden die freiiiegende Ober- 

45 flache der AnschluBelektrodjS und das Bondierungskis- 
sen des Halbieiterelementes nicht raehr als zweiter Bon- 
dierungspunkt verwendet, so daB die Halbleitervorrich- 
tung -ohne Verschlechterungen der elektrischen Eigen- 
schaften und der Zuverlassigkeit des Hilbleiterelemen- 

50 tes verkleinert werden kann. 

Bevorzugt bestehen die erste leitfahige Folie und die 
zweite leitfahige Folie im wes en t lichen aus Me tall, wo- 
bei Kupfer wenigstens eine Hauptkoniponente ist 
Bevorzugt besteht der Verbindungsdraht im wesen di- 
ss chen aus Aluminium und hat einen Durchmesser von 
iingefahr 0,1 bis 6^ mm hat 

Weiterhin ist bevorzugt ein Versi'egelungsmaterial 
zum Fullen der Innenseite der Durchgangsbohrung vor- 
gesehen71;o~daB' das~HaJbleitereIemeht, das Verdrah- 

60 tungsmuster, die freiiiegende Oberflache und der Ver- 
bindungsdraht bedeckt sind Hierbei ist das Versiege- 
iimgsmaterial im wesendichen Epoxyharz. 

Die isolierende Platte besteht bevorzugt aus einer 
gesinterten Platte aus anorganischen Material 

65 Somit ist bei dieser Ausgesialtimgsform der vorlie- 
genden Erfmdung die Moglichkeit gegeben, von dem 
Halbleitereiement erzeugte Warme wirksam abzustrah- 
len, da die isolierende Platte der isolierenden Karte eihe 
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anbrganische gesinterte Platte isL Im Ergebnis wird die 
Wanneabstrahlungsflache der isolierenden Plaitte klei- 
ner 'und die Halbleitervorrichtung kann ebenfalls ver- 
kJeiriert werdLen." 

Beyorzugt'besteht die isoUerende Platte im wesentli- 
chen aus Kerafnik- ' . • ■ 

Die isdliereiide Kaxte ist weiterhin bevorzugt in eine 
Mehrzahl von Einzelteilen unterteilt, wobei aDe Einzel- 
teile eirien Teil der isolierenden Platte, einen Teil der 
ersteh leitfahigen Folie und einen Teil der zweiten leitfa-^ 
higeh Folic aufweisen und wobei die Halbleitervorrich- 
tung weiterhin. aufweist: (e) eine Verbindungsvomch- 
tung zum Verbinden der Mehrzahl von unterteilten Ein- 
zelteile miteinander. itm thermische Ausdehnungen ei- 
nes jeden der Eihzeheile zu absorbieren. 

Da bei dieser Au'sgestaltungsform der vorliegehden 
Erfindung die isoiierende Karte in eine MehrzaM von 
einzeinen Teilen unterteilt ist und die voneinander ge- 
trennten Telle jeweils mit der Verbindungsvorrichtung 
gekoppelt sind, um eine thermische Ausdehnung eines 
..jeden der einzeinen Telle zu absorbieren, kann die ther- 
mische Ausdehnung der isolierenden Karte verringeri 
werden, so da6 ihre- Verformung verhihdert wird und 
somit die Zuveriassigkeit der Halbieitervorrichtung ver- 
bessert ist ' 

Wenn der Verbindungsdraht als erster Verbindungs- 
draht genommen wird, weist die Halbieitervorrichtung 
bevorziigt weiterhin einen zweiten Verbindungsdraht 
auf, wobei der zweite Verbindungsdraht die Verdrah- 
tungsmuster der Einzelteile untereinander elektrisch 
verbindet 

Die Verbindungseinrichtung weist bevorzugt auf:" 
(e-l) eine Versiegeiungsvorrichtung aus fiussigem Ma- 
terial, wobei die Halbieitervorrichtung weiterhin auf- 
weist: (f) ein Versiegelungsmaterial zum Versiegeln der 
Innenseite der Durchgangsbohrung. 

Da bei dieser Ausgestaltungsform der vorliegenden 
Erfindung die Abdichtvorrichtung oder das Versiege- 
lungsmaterial aus einem flussigen Material an der Ver- 
bindungsvorrichtung vorgesehen ist und die Halbieiter- 
vorrichtung ebenfalls ein Abdichtmaterial zum Versie- 
geln Oder Abdichten der Innenseite der Seitenwand be- 
inhaltet, konnen die Halbleiterelemente und der Verbin- 
dungsdraht sicher Uber eine lange Zeitdauer hinweg ge- 
schutzt werden, so daB die Zuverlassigkeh der Halbiei- 
tervorrichtung yerbessertwerden kann. 

. Das. Versiegelungsmaterial besteht bevorzugt im we- 
sentlichen aus Silikonharz. 

Bevorzugt definiert der Rahmen eine Umfangswand, 
welche den Stufenbereich umgibt, wobei die Umfangs- 
wand zuruckspringend ist, so daB eine seitliche Oberfla- 
che der isolierenden Karte, welche an dem Stufenbe- 
reich befestigt ist und die Umfangswand einen Ausneh- 
mungsbereich bilden und wobei der Rahmen einen Ker- 
benbereich bildet, der mit dem Ausnehmungsbereich in 
Verbindun'g steht und sich zu der ersten- Oberflache 
uber einen Teil der Umfangswand hinweg erstrecku 

Bei dieser Ausgestaltungsform der vorliegenden Er- 
findung isr der Ausnehmungsbereich an der Umfangs- 
wand und der seitlichen Oberflache der isolierenden 
Karte vorgesehen lind der Kerbenbereich ist in einem 
Teil der Umfangswand vorgesehen, welche mit diesem 
Ausnehmungsbereich in Verbindung steht und verlauft 
zum Boden (der ersten Oberflache) des Rahmens, so daB 
uberschussiges Klebemittel zum KJeben der isolieren- 
den Platie in diesem Kerbenbereich austreten kann. so 
daB verhindert wird, daB dieser Kleber zu der Oberfla- 
che der isolierenden Kane hin flieBt. Somit icann das 



Klebemittel nicht zu der Oberfladie der zweiten leitfi- 
higen '.Foiie hm flieBen, so daB die Vorrichtung gute 
Warmeabstrahleigensdiaften und verbesserte Zuver- 
lassigkeiten hat ' . • . • 

5 - Bei der erfindungsgeraaBen ' Halbieitervorrichtung 
hat die isoiierende Karte bevorzugt einen Eckbereich 
und der Kerbenbereich ist in einem Teil der Umfangs- 
wand gegenuber dem Eckbereich angeordnet 

Somit ist bei dieser Ausgestaltungsform der vorlie- 

10 gehden Erfindimg der Kerbenbereich in einem Teil der 
Umfangswand ausgebiidet, welche zii einem Eckbereich 
der.isolierenden Karte weist. Beschadigungen des Eck- 
bereiches der isolierenden Karte konnen beim Bondie- 
ren der isolierenden Karte somit vermieden werden. Da 

15 weiterhin Beschadigungen an den Ecken der isolieren- 
den Karte in der zusammengebauten Halbleitervorrich- 
timg vermieden werden, kann die Ausbeute bei der H er- 
stellung erhoht werden. 
Bevorzugt springt.bei der Halbleitervorrichtimg nach 

20 der vorliegenden Erfindung die Umfangswand von der 
- seitlichen Oberflache der isolierenden Karte bei Anna- 
herung an den Kerbenbereich nach und nach zuruck, so 
daB die Ausnehmimgsbreite des Ausnehmuhgsberei- 
ches mit Annaherung an den Kerbenbereich anwachst 

25 pa bei dieser Ausgestaltungsform der vorliegenden 
Erfindung sich die Umfangswand nach und nach von der 
seitlichen Oberflache der isolierenden Karte zuruck- 
zieht Oder hiervon zuruckspringt, wenn die Umfangs- 
wand sich dem Kerbenbereich nahert, so daB die Breite 

30 der Ausnehmung bei der Annaherung an den Kerben- 
bereich sich vergroBert, kann der Klebstoff wirksam zu. 
dem Kerbenbereich gefixhrt werden, wahrend die isoiie- 
rende Karte positioniert wird Somit kann der Klebstoff 
nicht auf die Oberflache.. der zweiten leitfahigen Folie 

35 w3hrend des Zusammenbaus geraten. so daB die Vor- 
. richtung eine gute Warmeabstrahleigenschaft und hohe 
Zuveriassigkeit hat 

Der Rahmen hat bevorzugt eine zuriickspringende 
Oberflache, welche von der zweiten Oberflache endang 

40 einer Offnung der Durchgangsbohnmg in die zweite 
Oberflache zuruckspringt wobei, wenn der Stufenbe- 
reich als-erster Stufenbereich genommen wird, die zu- 
-ruckspringende Oberflache einen zweiten Stufenbe- 
reich definiert der naher an der zweiten Oberflache ist 

45 als die freiliegende Oberflache, wobei die Anschlufielek- 
trode so angeordnet ist daiB die freie Oberflache der 
Ai^chluBelektrode naher an der zweiten Oberflache als. 
das Bohdierimgskissen des Halbieiterelementes ist und 
wobei die Halbleitervorrichtimg aufweist: (e) ein Ver- 

50 siegelungsmateriai zum Versiegeln des Innenbereichs 
. der Durchgangsbohrung der isolierenden Karte gegen- 
uber der freiliegenden Oberflache; (f) eirien Deckel, der 
auf den zweiten' Stufenbereich aufgebracht ist und die 
Offnung der Durchgangsbohrung in der zweiten" Ober- 

55 flache verschlieBt und (g) einen Klebstoff, der den Dek- 
kel fesde'gl und einen fr-eiliegenden Teil' des Verbin- 
dungsdrahtes auf der Oberflache des Versiegelungsma- 
terials bedeckt 

Bei-der-Halbleitervorrichtung. gemaB dieser Ausge- 

60 staltungsform der vorliegenden Erfmdung ist der zweite 
abgestufte Bereich mit einer zuruckspringenden Ober- 
flache von der zweiten Oberflache aus gesehen' am Um- 
fang der Offnung der zweiten Oberflache vorgesehen, 
wobei die zuriickspringende Oberflache naher an der 

65 zweiten Oberflache als an der freiliegenden Oberflache 
ist Die freiliegende Oberflache von einem Ende der 
Verbindungselektrode istnaher an der zweiten Oberfla- 
che angeordnet als das Bondierungskissen des Halblei- 
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terelementes. Weiterhin isx die Innenseite der Durch- 
gangsbohrung mit cinem Versiegeiungsmatenal. m 
Richtung der freiliegenden Oberfliche bin versiegelt 
urid der Klebstoff ist vorgesehen, um den Deckel festzu- 
legen, der in dem zweiten abgestuften Bereich vorhan- 
deh ist und einstuckig den Verbindungsdraht abdeckt, 
der auf der Oberflache des Versiegelungsmateriales 
freiliegt Somit liegt der Verbindungsdraht nicht an der 
freien Luft imd eine Korrosion oder Oxydation des Ver- 
bindungsdrahtes kann verhindert werden, so daB die 
Zuverlassigkeit der Halbleitervorricbtung verbessert 

^^^Det KJebstoff ist beyorzugt ein thermisch ausharten- 
des Klebemittel 

Ein erfindungsgemaBes Verfahren zur Herstellung ei- 
ner Halbleitervorrichmng, umfaBt die folgenden Schrit- 
te: (a) Bereitstelien eines auBeren Umfassungsgehauses 
mit einer Durchgangsbohrung, welche diirch eine erste 
Oberflache und eine zweite Oberflache verlauft, die ein- 
ander gegenuber liegen, wobei ein Stufenbereich von 
der ersten Oberflache entlang einer Offnang der Durch- 
gangsbohrung in die erste Oberflache zuruckspringt 
und eine AnschluBelektrode teilweise in dem Rahmen 
eingebettet ist, wobei ihr eines Ende von der zweiten 

- Oberflache des Rahraens vorsteht und ihr anderes Ende 
eine freiliegende Oberflache parallel zu der ersten 
Oberflache in der Durchgangsbohrung bildet; (b) Be- 
reitstelien einer isolierenden Karte mit einer isolieren- 
den Platte mit zwei Hauptoberflichen. wobei eine erste- 
leitfahige Folie auf einer der Hauptoberflachen der iso- 
lierenden Platte aufgebracht wird und eine zweite leitfa- 

. hige Folie auf die andere der Hauptoberflachen der iso- 
lierenden Platte aufgebracht wird: (c) BereitsteUen eines 
Halbleiterelementes mit einem Bondierungskissen auf 
seiner Oberflache; (d) Bereitstelien von drahtfarmiger 
Verbindungsverdrahtung; und (e) Ausbilden ernes Ver- 
drahtungsmusters durch selektives Entfemen der ersten 
leitfahigen Folie, wobei der Schritt (e) den folgenden 
Unterschritt aufweist: (e-1) Ausbilden eines inselformi- 
gen Bereiches, als Teil des Verdrahtungsmusters, der 
kein.e elektrische Verbindung mit seiner Umgebung hat, 
wobei das Herstellungsverfahren weiterhin die folgen- 
den Schritte aufweist: (f) Aufbringen von. Lot auf das 
Verdrahtungsmuster; (g) Anordnen des Halbleiterele- 
mentes auf dem Lot; (h) Aufbringen eines KJebstoffes 
auf den Stufenbereich; und (!) Anordnen des Rahmens 
an der isolierenden Karte, so daB die Oberflache des 
Verdrahtungsmusters der Innenseite der Durchgangs- 
bohrung- des Rahmens gegenuber liegt und ein Um- 
fangsbereich der isolierenden Kafte in Anlage mit dem 
Stufenbereich mit dem aufgebrachten Klebstoff ge- 
iangt; wobei der Schritt (i) den folgenden Unterschritt 
aufweist: (i-1) Driicken des Rahmens gegen die isolie- 
rende Karte mit einem geeigneten Druckwert und wo- 

* bei das Herstellungsverfahren die weiteren folgenden 
Schritte aufweist: Q) Erwarmen des Lotes und des Kleb- 
stoff es. um das Hdbleiterelement_an_ dem 
tungsmuster und um die isolierehde Karte an dem Rahr 
men zu befestigen, wobei dieses Erwarmen nach den 
Schritten (g) und (i) erfoigt; (k) Bondieren eines Endes 
des Verbindungsdrahtes auf die freiliegende Oberflache 
der AnschluBelektrode nach dem Schritt Q); 0) Bondie- 
ren eines ersten Punktes des Verbindungsdrahtes auf 
das Bondierungskissen des Halbleiterelementes, wel- 
ches an dem Verdrahtungsmuster befestigt ist, wobei 
das Bondieren nach dem Schritt (k) erfolgi; (m) Bondie- 
ren eines zweiten Punktes des Verbindungsdrahtes ent- 
fernt von dem ersten Punki auf den inselformigen Be- 



reich. wobei dieses Bondieren nach dem Schritt (1) er- 
foigt;' und (n) Schneiden des Verbindungsdrahtes im 
Nahbereich des zweiten Punktes gegenuber dem ersten 
Punkt, wobei das Schneiden nach dem Schritt (m) er- 

5 foJgt.- 

Das erfindungsgemaBe Verfahren umfaBt weiterhm 
bevorzugt die folgenden Schritte: (o) Bereitstelien eines 
Versiegelungsmaterials, welches fur Versiegelungs- 
zwecke geeignet ist; lind (p) Versiegein der innenseite 

10 der Durchgangsbohrung mit dem Versiegelungsmateri- 
al, so daB das Halbleiterelement, das Verdrahtungsmu- 
ster, die freiliegende Oberflache und der Verbindungs- 
draht bedeckt sind, wobei dieses Versiegein nach dem 
Schritt (n) erfoigt. 

15 Die in dem Schritt (b) bereitgestellte isolierende Kar- 
■ te kann bevorzugt in eine Mehrzahl von EinzelteiJen 
unterteilt werden, wobei alle Einzelteile einen Teil der 
isolierenden Platte, einen Teil der ersten leitfahigen Fo- 
lic und einen Teil der zweiten leitfahigen Folie beinhal- 

20 ten, wobei das Herstellungsverfahren weiterhin den fol- 
genden Schritt aufweist: (o) Bereitstelien eines Verbin- 
dungsteiles, welches in der Lage ist. die Mehrzahl von 
Elozelteilen miteinander zu verbinden, um thermische 
' Ausdehnung eines jeden der Einzelteile zu absorbieren 

25 und wobei der Schritt Ci)*den folgenden Unterschritt 
aufweist: {i-2) Anordnen des Verbindungsteiles zwi- 
schen die Mehrzahl von Einzelteilen urid Verbinden der 
Einzelteile uber das Verbindungsteil 

Bei dem bevoi^gten Herstellungsverfahren gemaB' 

30 der vorliegehden Erfindung wird somit die isolierende 
Karte in eine Mehrzahl von voneinander getrennten 
Teilen unteneilt imd die voneinander getrennten Teile 
sind jeweils untereinander mit der Verbindungseinrich- 
tung Oder dem Verbindungsteil gekoppelt, so daB* eine 

35 thermische Ausdehnung eines jeden der einzelnen Teil 
absorbiert wird, Somit kann die thermische Ausdehnung 
der gesamten isolierenden Karte verringert werden. um 
irgendwelche Formveranderungen zu verhindem, so 
daB die Zuverlassigkeit der Halbleitervorricbtung ver- 

40 bessertist . Z ' 

GemaB einer vorteilhaften Ausgestaltung umfaflt das 
Verfahren weiterhin: (p) Bereitstelien eines zweiten 
Verbindungsdrahtes, wenn der Verbindungsdraht als er- 
ster Verbindungsdraht definiert ist; und (g) Herstellen 

45 einer Verbindung zwischen den Verdrahtungsmusterri . 
benachbarter Einzelteile mit dem zweiten Verbindungs- 
draht, wobei diese Verbindungsherstellung nach dem 
Schritt (j) erfoigt. 

Der oben genaimte Schritt (i-2) kann bevorzugt den 

50 folgenden Unterschritt aufweisen: (i-2-1) Festlegen der 
Mehrzahl von Einzelteilen und des Verbindungsteiles 
unter Verwenduhg eines Klebstoffes, wobei das Her- 
stellungsverfahren weiterhin aufweist: (p) Bereitstelien 
eines Versiegelungsmateriales, welches fur Versiege- 

55 lungszwecke geeignet ist; und (o) Versiegein der Innen- 
seite der Durchgangsbohrung mit dem Versiegelungs- 
material, wobei das Versiegein nach dem Schritt (n) er- 

folgT"""^ 

Bei dieser vorteilhaften Ausgestaltungsform der vor- 
60 liegenden Eriindung konnen die Halbleiterelemente und 
der Verbindimgsdraht stabil und ziiverlassig uber eine 
lange Zeitdauer hin geschutzt werden und die Zuverlas- 
sigkeit der Halbleitervorricbtung wird verbessert. da die 
Verbindungseinrichtung und die Einzelteile mit dem 
65 Klebstoff miteinander verbunden sind und die.Innensei- 
le der Seitenwand mit dem Versiegelungsmaterial abge- 
dichiet ist. 

Der in dem Schritt (a) bereitgesteDie Rahmen kann 
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bevorzugt in- dem auBeren Umfassungsgehause eine 
Umfangswand defmieren, wobei die Umfangswand zu- 
ruckspringend aiisgebiidet wird, so daB die Umfangs- 
wand und' eine seitliche .Oberflache der isolierenden 
Karte an dem Stufenbereich einen Ausnehraungsbe- 
reich bilden. und wobei in dem Rahmen ein Kerbenbe- 
reich aiisgebiidet wird, der mit dem Ausnehmungsbe- 
reich in Verbindiing steht und sich durch die erste Ober- 
flache in einem Teil der Umfangswand erstreckt • 

Bei dieser vorteilhaften Ausgestaltungsform des Her- 
stellungsverfahrens der vorliegenden Erfindung ist die 
Aiisnehmung an der Umfangswand und der seidichen 
Oberflache der isolierenden Karte ausgebildet, wenn 
der Rahmen an der isolierenden Karte angebracht wird, 
so daB er in Eingriff mit dem abgestuften Bereich ge- 
langL Weiterhin ist der Kerbenbereich in einem Teil der 
Umfangswand vorgesehen, der mit .dies em Ausneh- 
muhgsbereich in Verbindung steht und sich zur Unter- 
seite des Rahmens (der ersten Oberflache) erstreckt, so 
daB uberschiissiger KJebstoff zum Befestigen der isolie- 
renden Karte in diesen Kerbenbereich flieBt, wenn der 
Rahmen unter Druck gegen die isolierende Karte ge- 
setzt wird, so daB verhindert werden kann, daB der 
Klebstoff Qber die Oberflache der isolierenden Kane 
hinaus lauft Da somit kein Klebstoff auf die zweite 
leitfahige Folic gel angen kann, hat die Vorrichtung gute 
Warmeabstrahieigenschaften und ho he Zuverlassigkeit. 

Schliefllich kann der im obigen Schritt (a) bereitge- 
stellte Rahmen des Umfassungsgehauses mit einer zu- ^ 
riickspringenderi Oberflache ausgestattet werden, wel- 
che von der zweiten Oberfiache endang elner Offnung 
der Durchgangsbohrung in der zweiten Oberflache zu- 
riickspringt, wobei, wenn der Stufenbereich als erster 
Stufenbereich definiert ist, die zuruckspringende Ober- 
flache ais zweiter Stufenbereich naher an der zweiten 
Oberflache als die freiiiegende Oberflache definiert 
wird, wobei die AnschluBelektrode in dem Rahmen so 
angeordnet wird, daB die freiiiegende Oberflache der 
AnschluBelektrode naher an der zweiten Oberflache als 
das Bbndierungskissen des Halbleiterelementes ist, 
wenn die isolierende Karte rait dem Umfassungsgehau- 
se verbunden. wird und wobei das Herstellungsverfah- 
ren die weiteren folgenden Sehritte aufweist: (q) Bereit- 
stellen eines Deckels, der mit dem zweiten Stufenbe- 
reich in Eingriff bringbar ist, lim die Offnung der Durch- 
gangsbohrung in der zweiten-Oberflache zu verschlie- 
Ben; (r) BereitstelJen eines Versiegelungsmaterials, wel- 
ches fur Versiegeiungszwecke geeignet ist; (s) Versie- 
geln des inneren Bereiches der Durchgangsbohrung der 
isolierenden Karte in Richtung der freiliegenden Ober- 
flache mit dem' Versiegelungsmaterial, wobei das Ver- 
siegeln nach dem Schritt (n) erfplgt;(t) wenn der Kleber 
als erster Kleber definiert ist, Aufbringen eines zweiten 
Kiebers auf den zweiten Stufenbereich und das Versib- 
gelungsmaterial, um einen Teil des Verdrahtungsmateri- 
als oberhalb der Oberflache des Versiegelungsmaterials - 
zu bedecken; (u) Aufsetzen des Deckels auf den zweiten 
Stufenbereich;*um' die Offnung der Durchgangsbohrung 
in der zweiten Oberflache zu bedecken; uhd (v) Aushar- 
ten des zweiten Klebstoffes. 

Demzufolge wird bei dieser Ausgestaltung des Her- 
stellungsverfahrens der innere Bereich der Durchgans- 
bohrung der isolierenden Karte niit dem Versiegelungs- 
material ausgefiillt und der zweite Klebstoff wird aufge- 
bracht, um einen Teil des Verbindungsmateriales zu be- 
decken, welches auf der Oberflache des Abdichtmate- 
riales freiliegt, wonach dann der Deckel mit dem zwei- 
ten Klebstoff festgelegt wird, wobei der Deckel in Ein- 
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griff mit dem zweiten abgestuften Bereich ist Somit 
liegt der Verbindungsdraht- nicht an der Luft tind eine 
Korrosion oder Oxidation des Verbindungsdrahtes 
kann verhindert werden, so daB die. Zuverlassigkeit der 

5 Haibleiteryorrichtimg verbessert ist 

Weitere Einzelheiten, Aspekte und Vorteile der vor- 
liegenden Erfindung erg e ben sich aus der nachfolgen- 
den Beschreibung von Ausfuhrungsformen anhand der 
Zeichntmg. 

10 Eszeigt:. 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Halbleitervorrichtung 
gemaB einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung; 

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Halbieitervorrich- 
15 tung gemaB der vorliegenden Erfmdung; 

Fig. 3 eine Seitenahsicht auf die Halbleitervorrich- 
tung gemaB der bevorzugten Ausfuhrimgsform der vor- 
liegenden Erfindung; 
Fig. 4 eine Ansicht von unten auf die bevorzugte Aus- 
20 fuhnmgsform der erfindungsgemaBen Halbleitervor- 
richtung; 

Fig- 5 eine vergroBerte Teilschnittdarstellung der er- 
fmdungsgemaBen bevorzugten Halbleitervorrichtung; 
Fig. 6 eine Ansicht von unten auf eine Halbleitervor- 
25 richtung eirier zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform; 
Fig. 7 eine Ansicht von unten auf eine Halbleitervor- 
richtung gemaB einer dritten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung; 

Fig, 8 eine Draufsicht auf eine Halbleitervorrichtung 
30 einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindiing; 

Fig. 9 eine Querschnittsdarstellung der Halbleiter- 
vorrichtung aus Fig. 8; 

Fig. 10 eine Ansicht von unten auf die Halbleitervor- 
35 richtung von Fig. 8; 

Fig. 11 eirie weitere Ansicht von unten auf die bevor- 
zugte Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 12 eine Ansicht von unten auf eirie weitere Aus- 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 
40 Fig. 13 eine weitere Ansicht von unten auf die Aus- 
fuhrungsform von Fig. 12; 

Fig. H. eine Querschnittsdarstellung durch eine wei- 
tere Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfindung; 
und . . 
45 Fig. 15 und. 15 eine Schnittdarsteilung bzw. eine 
Draufsicht auf die bekannte Halbleitervorrichtung ge- 
maB obiger Beschreibung. . 

Fig. 1 ist eine Draufsicht auf eine Haibleiteryorrich- 
timg gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der vorlie- 
50 genden Erfindung. Fig. 1 zeigt als Beispiel eine Lei- 
stungs-Halbleitervbrrichtung (Power-Semiconductor), 
mit abgenommener Abdeckung, um die innere Anbrd- 
nung in der Halbleitervorrichtung darstellen zu konnen. 
Fig. 2 ist eine Querschnittsdarstellung der Halbleiter- 
55 vorrichtung aus Fig. 1 entlang der dortigen Linie Il-II, 
Fig. 3 ist eine Seitenansicht der Halbleitervorrichtung 
von Fig. 1 und Fig. 4 ist eine Ansicht von unten auf die 
Halbleitervorrichtung von Fig: I7 ; ; " 
-In den Fig. 1 bis 4 ist .mit dem Bezugszeichen 30 ein 
60 Trager oder Rahmen bezeichnet Der Rahmen' 30 wird 
durch SpritzguB aus einem Thermoplasten gefertigL 
Das Bezugszeichen 31 bezeichnet eine Durchgangsboh- 
rung, das Bezugszeichen 32 bezeichnet eine Befesti- 
gungs- oder Anbringoberfiache als erste Oberflache 
65 und das Bezugszeichen 33 bezeichnet einen Stufenl^- 
reich mit einem Boden 34, der von der Anbringoberfia- 
che 32 zuriickspringt und mit einer Umfangswand 35. 
Das Bezugszeichen 36 bezeichnet ein Verdrahtungsmu- 
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steV in Form einer ersten lei'tfihigen Folic und das Be- 
zugszeicheh 37 bezeictinet eice is lierende Platte, wcl- 
ch'e'aus eineni" ahorganischen Material gesintert ist. Die 
Platte 37 aus anorganischem gesinterten Materia! be- 
steht im" dargestellten AUsfuhrungsbeispiel aus einer 
Keramik. Das Bezugszeichen 38 bezeichnet einen Me- 
tallQb'erzug ais zweite leitfahige Foile, wobeisowohl das 
VerdrahtuDgsmuster 36 als auch der Metaliaberzug 38 
aus einem Kupfennaterial bestehen. Das Verdrahtungs- 
rauster 36, die Keramikplatte 37 und der MetallQberzug 
38-bilden eine isoiierende Karte 39. weiche mit dem 
Boden 34 des Stufenbereiches 33 verbunden ist, wobei 
das Verdrahtungsmuster 36 in Richtung der Durch- 
gangsbohrung31 weist 

Da das Leistungs-Halbleitereiemerit im Betrieb eine 
hohe Teraperatur erreicht, wird als Klebstoff ein elasti- 
sches. "technisch aushirtendes Silikonklebemittel ver- 
wendeL Fur gewohnlich wird die isoiierende Karte 39 
dadurch hisrgestelit, daB der Metailiiberzug 38 mit einer 
bicke von ungefahr 0,1 bis 0,4 mm auf beide Oberfla- 
chen einer. Keramikplatte mit einer Dicke von ungefahr 
0,5 bis 1 inm aufgebracht wird, wobei wenigstens emer 
der MetailQberzuge ^s Verdrahtungsmuster 36 ver- 
wendetwird 

Halbleitereiemente 40 sind auf die Oberfiache des 
Verdrahtungsmusters 36 aufgelotet Auf der Oberflache 
des Halbleiter.elementes 40.ist ein Bondierungskissen 41 
vorgesehen. Diese Halbleitervorrichtung ist mit sechs 
Dioden fur den Wandler, sechs Transistoren fur den 
Inverter, sechs Freilauf dioden fur den Inverter, einen 
Transistor fiir den Brems- oder Generatorbetrieb und 
eine Freilaufdiode fur den Brems- oder Generatorbe- 
trieb verseh en. Ein sogesnanntes Dummy-Kissen 42 in 
Form eines inselformigen Bereiches in dem Verdrah- 
. tungsmuster 36 steht nicht elektrisch mit anderen TeOen 
in Verbindung-. 

Eine AnschluCeiektrode 43 fur den nach auBen ge- 
henden AnschluB ist L-formig und an dem Rahmen 30 
angegossen. Die Hinterseite des inneren Endes oder ein 
. Ende dieser AnschluBelektrode 43 sitzt auf dem Rah- 
men 30 auf. Die obere Oberflache dieses inneren Endes 
iiegi frei in Richtung eines Innenraumes 44 des Rah- 
mens 30 vor. wobei.die freiliegende Oberflache, auf wel- 
cher der Verbindungsdraht aufgebondet ist, parallel zur 
Oberflache des Verdrahtungsmusters 36 der isolieren- 
den Karte 39 und ebenfalls parallel zu der Aufbring- 
oberfiache 32 liegt Das andere Ende der AnschluBelek- 
trode oder ihr auBeres Ende hiervon steht als vorstehen- 
des Ende von einer oberen Oberflache 49 des Rahmens 
30 vdr, weiche die zweite Oberflache des Rahmens 30 
ist Die AnschiuBelektrodeh 43 und der Rahmen 30 bil- 
den ein auBeres Umfassungsgehause 45. 

' Da die Stromkapazitit dieses Leistungs-Halbleiter- 
elementes hoch ist, wird ein Aluminiumdraht mit einem 
Durchmesser von -ungefahr 0,1 bis 0,5 nun ais Verbin- 
dungsdraht 46 verwendet Ein gelartiges Silikonharz 47 
wird auf. die freiliegenden Oberflachen der inneren En- 
den-der AnschluBelektroden 43 aufgebracht. um die 
Halbleitereiemente 50 und die AnschluBelektroden 43 
zu schutzen. Ein Deckel 48 ist mit einem Deckelsitz 50 
verbunden, der eine zweite Stufe ist, weiche von der 
oberen Oberflache 49 des Rahmens 30 zuruckspringt. 
Die Befestigung des Deckels 48 erfoigt mil einem elasii- 
schen, thermisch aushartenden KJebstoff. Dieser Kieb- 
stoff 51 verbindet den Deckel 48 mil dem Deckelsitz 50 
und versiegeli den Verbindungsdraht 46, der von der 
Oberflache des Silikonharzes 47 vorsieht- 

Mil dem Bezugszeichen 52 ist eine Befestigungsboh- 



nmg der Halbleitervorrichtung bezeichnet und mit Be- 
zugszeichen 53 eine Ausrichtbohrung. Das Bezugszei- 
chen 54 bezeichnet eine FlieBausnehmung fur den Kleb- 
stoff, weiche in der Umfangswand 35 des Stufenberei- 
5 ches 33;der.Aufbringpberfiache 32 der Halbleitervor- 
richtung and in' der seitlichen Oberflache der isbiieren- 
den Karte 39 eingebracht ist, weiche in dem Stufenbe- 
reich33 befestigt ist Eine.Klebstoffaufnahme 55 in Ker- 
benform ist wie ein kreisformiger Bogen der gleichen 

10 Tiefe wie der Stufenbereich 33 ausgebildet und steht mit 
der niefiausnehmung 34 in Verbindung. 

Die Halbleitervorrichtung gemaB obiger Beschrei- 
bung wird im wesentlichen wie folgt hergestellt 
Zunachst werden gleichzeitig mit der Herstellung des 

15 Rahmens 30 durch einen SpritzguBvorgang die. An- 
schluBelektroden 43 eingesetzt und bearbeitet, so daB 
das iuBere Umfassungsgehause 45 vorbereitet isu Wei- 
terhin wird die isoiierende Karte. 39 diu-ch Ausbilden 
eines bestimmten Verdrahtungsmusters 36 in einer der 

20 Metalluberzuge der isolierenden Karte vorbereitet. 
Wenn dieses Muster ausgebildet wird, wird der inselfor- 
mige Bereich, der als Dummy-Kissen 42 verwendet 
wird, im Nahbereich des Musters des Halbleiterelemen- 
4 tes ausgebildet 

25 Nachfolgend wird eine Lotpaste auf das Verdrah- 
tungsmuster 36 der isolierenden Karte 39 aufgebracht 
und elektrische Bauteile, beispielsweise die Halbleiter- 
eiemente, werden in ihren bestinunten Positionen ange- 
ordnet. 

30 Nachfolgend wird ein Klebstoff auf den Stufenbe- 
reich 33 des Rahmens 30 aufgebracht und dann wird das 
auBere Umfassungsgehause 45 auf der isolierenden 
Kane 39 angeordnet, wobei das Verdrahtungsmuster 36 
in der isolierenden Karte 39 nach oben weist. Es wird 

35 dann ein gewisser Druck aufgebracht, um uberschussi- 
gen Klebstoff von der Verbindungsflache auszutreiben. 
Es erfoigt dann ein Erwarmungsvorgang und die elektri- 
schen Bauteile werden festgelStet und das auBere- Um- 
fassungsgehause 45 und die isoiierende Karte 39 werden 

40 miteinander verbunden. 

Nachfolgend werden die Halbleitereiemente 40, das 
Verdrahtungsmuster 36 und die inneren Enden der An- 
schluBelektroden 43 mit derri Verbindungsdraht 46 
durch einen Bondierungsvorgang miteinander verbun- 

45 den, wobei ein Ultraschall-Druckverbindimgsverfahren 
angewendet wird Insbesondere wenn das Halbleiterele- 
ment 40 und das innere Ende der AnschluBelektrode 43 
miteinander verbunden werden. werden das innere En- 
de der AnschluBelektrode 43 und das Halbleiterelement 

50 40 aufeinanderfolgend verbunden, der Verbindungs- 
draht 46 wird mit dem Dummy-Kissen 42. im Nahbe- 
reich des Halbleiterelementes 40 verbunden und dann 
wird der Verbindungsdraht 46 abgeschnitten. 

Nachfolgend wird das Silikonharz 47 auf die freilie- 

55 gende Oberflache der inneren Enden der AnschluBelek- 
troden aufgebracht und ausgehartet und dann wird der 
Klebstoff 51 auf den Deckelsitz 50 aufgebracht, um den 
Verbindungsdraht-46.ypllstandig-zu- bedecken, der mit 
den freiliegenden Oberflachen der irmeren Enden der 

60 AnschluBelektroden 43 auBerhaib der Oberflache des 
. Silikonharzes 47 bondiert ist wonach dann der Kleb- 
stoff 51 ausgehartet wird, uni den Deckel 48 zu befesti- 
gen. 

Die ,Vt>citsweise dieser Halbleitervorrichtung wird 
65 nachfolgend beschrie^en. 

Wie bereits erlautert, weisi diese Halbleitervorrich- 
tung sechs Dioden fur den Halbleiier-Wandler, sechs 
Transistoren fur den Inverter, sechs Freilaufdioden fur 
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den Inverter, einen Transistor fur den Brems- oder Ge- 
neratorbetrieb und eine Freilaufdiode fur den Brems- 
oder Generitorbetrieb auf, wobei als Eingangsenergie- 
versorgung eine dreiphasige Wechselstromversorgung 
angelegt . wird Diese Wechselstromversorgung wird 
voir dem Wandler in einen Gleichstrpm umgesetzt und 
danh.Vcn dem Inverter in einen Wechselstr ra mit va- 
riabler Frequenz umgesetzt Dieser Strom wird an einen 
Elektromotor ajigelegt und dazu verwendet; als Dreh- 
zahlregelung fOr den Motor zu dienen. 

Da bei dieser Haibleitervorrichtung die isoUerende 
Karte direkt an einem nicht dargestellten extemen 
Kiihlkorper angebracht ist, wird durch den Betrieb der 
Transistoren fur den Invertierer erzeugte Warme effek- 
ti V zur AuBenseite hin abgestrahlL 

Das aluBere Umfassungsgebause 45 weist die An- 
schluBelektroden 43 und den Rahman 30 auf, welche 
einstuckig ausgebildei sind, wobei die AnschluBelektro- 
deh 43 mil ihren vorstehenden Enden entlang den bei- 
den Seiten des Rahmens 30 einander gegenuberliegend 
mit der Durchgangsbohrung 31 dazwischen angeordnet 
sind. 

Wenn die AnschluBelektroden wie oben beschrieben 
niit deni Kunststoff versiegeit werden, besteht keine 
■Notwendigkeit, die AnschluBelektroden 43 an dem Ver- 
drahtuhgsmuster 36 der isolierenden Karte 39 mit ei- 
nem Lot zu ' befestigen. Demzufolge wird eine groBe 
Ldtflache zuni Tragen der AnschluBelektroden 43 nicht 
benStigt, so daB die Flache der isolierenden Karte 39 
klein gerhacht werden kann. .Weitierhin ist es nicht not- 
wendigi die AnschluBelektroden mit gekrummteh Ab- 
schnitten zur Belastimgsaufnahme aufgrand thermi- 
scher Verfonnungen der isolierenden Karte 39 auszu- 
statten,' so'daS eine Haibleitervorrichtung geringer H6- 
he hergestellt werden kann. 

Die Anschluss e mitt els des Verbindungsdrahtes 46 er- 
foFgen samtlich dtirch Bondieren. Insbesondere wenn 
das Halbleiterelement 40 und das innere Ende der Ah- 
schluBelektrode 43 miteinander verbunden werden, 
wird der AnschluBdraht 46 zunachst mil dem inneren 
Ende der Anschlufielektro'de; 43 als erster Bondierungs- 
puhkt= verbunden iind dann wird er .mit dem Bondie- 
ruhgskissen 41 des Halbleitereiementes 40 ohne Ab- 
-schneiden des Verbindungsdrahtes 46 verbunden. Der 
Verbindungsdraht .46 wird dann weitergefuhrt und mit 
deni Diimmy-Kissen 42 als zweiter Bondierungspunkt 
verburideh und erst dann wird der Verbindungsdraht 46 
hier geschnitten. Die Verbindung wird derart insbeson- 
dei"e dann gemacht, wenn das Halbleiterelement 40 und 
das innere Ende der AnschluBelektrode 43 miteinander 
verbunden werden, wobei der Grund hierfur wie folgt 
ist: wenn das innere Ende der AnschluBelektrode 43 als 
zweiter Bondierungspunkt verwendet wird, muB der 
Aluminiumdraht oder Verbindungsdraht 46 nach dem 
Aufbondiereh auf die freie Oberflache des inneren En- 
des der AnschluBelektrode 43 geschnitten werden. Der 
Aluminiumdraht, ist jedoch im Gegensatz zu den bei 
herkommlichen ICs verweiideten Golddraht nicht durch 
einfaches ziehen"abzurei6en;'so daB*ein Drahtschneider 
verwendet werden muB. 

Da jedoch das innere Ende jeder AnschluBelektrode 
43 nahe der Innenwand der Durchgangsbohrung 31 des 
Rahmens 30 hier zur Halfte versenkt ist. liegt kein spe- 
zieller Freiraum vor, der es moglich macht, dafl das 
Ultraschall-Druckverbindungswerkzeug und der Draht- 
schneider nahe dieses inneren Endes herangebracht 
werden konnen. Um einen derartigen zusatzlichen 
Raum sicherzustellen, miiOte das innere Ende der An- 



schluBelektrode 43 ausreichend von der Seitenwand der 
Durchgangsbohrung 31 des Rahmens 30 entferni wer- 
den,'was zu einem Anwachsen der GroBe des Rahmens 
30 fiihren wurde. 
5 Wenn das Bondierungskissen 41 des Halbleitereie- 
mentes 40 als zweitei- Bondienrngspunkt verwendet 
wird,' liegt Freiraum zum Heranbringen des Ultraschall- 
Dnickvefbindimgswerkzeuges und des Drahtschnei- 
ders y r, aber der Drahtschneider muB auf dem Bondie- 

10 rungskissen 41 des Halbleitereiementes 40 wirksam- 
werden, was mechanische Belastungen auf das Halblei- 
terelement 40 aufbringt, so daB dessen elektrische Ei- 
' genschaften und die Zuverlassigkeii moglicherweise be- 
eintrachtigt werdea 

15 Es ist daher bei der geschilderten bevorzugten Ausr 
gestaltungsform der vorliegehden Erfindung das Dum- 
my-Kissen 42 nahe dem Halbleiterelement 40 vorgese- 
hen und der Verbindungsdraht 46 wird erst dann abge- 
schnitten, wenn er mit diesem Dimimy-Kissen 42 bon- 

20 diert worden ist. Somit konnen die inneren Enden der 
AnschluBelektroden 43 und .die Halbleiterelemente 40 
ohne Beeintrachtigungen der elektrischen Eigenschaf- 
ten und der Ziiverlassigkeit des Halbleitereiementes 
miteinander verbunden werden. 

25 Auf den Stufenbereich 33 der Aufbringoberflache 32 
der Haibleitervorrichtung wird Klebstoff mit geringem 
OberschuB aufgebracht, una die isolierende Karte 39 mit 
dem Stufenbereich 33 zu verbindea Der OberschuBan- 
teil des Klebstoffes wird durch Aufdriicken des auBeren 

30 Umfassungsgehauses 45 ausgetrieben, wenn das Umfas- 
sungsgebause 45 auf der isolierenden Karte 39 angeord- 
net wird, so daS der uberschussige Klebstoff in die Kleb- 
stoffaufnahme 55 uber die FlieBausnehmung 54 stromt 
Somit kann verhihdert werden, "daB der Klebstoff auf die 

35 untere Oberflache des Metalluberzuges 38 der isolie- 
renden Karte 39 wahrend des Zusammenbaus flieBt 
Wenn namlich der Klebstoff auf diese untere Oberfla- 
che des Metalluberzuges 38 gerat und hier aushartei, 
vei-bleibt der Klebstoff auf dem Metalluberzug 38. Der 

40 ihermische Widerstand in diesem Abschnitt wachst 
hierdurch an. Weiterhin gerat der miitlere Bereich des 
Metalluberzuges 38 nicht in Ko^itakt mit dem Kiihlkor-. 
per, so daB der thermische Widerstand weiterhin an- 
wachst und die Warmeabstrahlung in der Halbleitervor- 

45 richtung gestort wird 

Die • Klebstoffaufnahme 55 kann' in jeder Stelle der 
Umfangswahd 35 ausgebildet sein. 

Kg. 5 zeigt einen Teilschnitt durch die erfindungsge- 
maBe Haibleitervorrichtung. 

50 GemaB Fig. 5 ist der Verbindungsdraht 46 auf die 
freie Oberflache des inneren Endes der AnschluBelek- 
trode 43 aufbondiert und erstreckt sich uber die freie 
Oberflache in Form einer leichten Bogenkriimmung. 
Wenn die Hohe des Verbindungsdrahtes 46 ais Scheitel- 

55 punkt des Bogens defiriiert wird, so ist der Deckels itz 50 
in einer Hohenlage etwas oberhalb der Scheibenhohe 
angeordneL Die Lagebeziehimg zwischen dem Deckel- 
sitz 50 und der freien Oberflache des inneren Endes der 
AnschluBelektrode 43 wird so ausgewShlt, da, wenn die 

60 Scheitelhohe nicht sichergestellt wird, dann der Verbin- 
dungsdraht 46 eingeklemmt werden kann und an einem 
Bondienrngspunkt abbrechen kann, wodurch die Vor- 
richtung unbrauchbar gemacht werden wiirde. Wenn 
die Hohe. zu groB ware, wurde die Gesamthohe der 

65 Haibleitervorrichtung anwachsen, so daB eine geringe 
Bauhohe nicht erzielt werden kann. 

Der Verbindungsdraht 46, der mit der freien Oberfla- 
che des inneren Endes der AnschluBelektrode 43 ver- 
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bunden ist Ucgt oberhalb der Oberflache des Silikorihar- 
zes 47, da das Silikonharz 47 nur auf die freie Oberflache 
des inneren Endes aufgebrachi wird Werrn der Deckel 
48 aufgebracht wird, wird der Klebstoff 51 aufgebracht. 
uni den Verbindungsdraht 46, der oberhalb der Oberfla- 
che des Silikonharzes 47 liegt, vollsiSndig zu bedecken 
und den Deckel 48 festzulegen. Weiin das Silikonharz 47 
so eingebracht werden wCirde, daB der Verbindungs- 
draht 46 volistandig bedeckt wire, wurde das Silikon- 
harz beinv-VerschiieBen des Deckels 48 austreten, was 
beim ehdgultigen Bef estigen "des Deckels 48 Schwierig- 
kfiiten machen wiirde. Somit ist es notwendig, den Raum 
zwischen dem Deckel 48 und der Oberflache des Sili- 
konharzes 47 zu lassek Wean der Verbindungsdraht 46 
in diesem Raum liegt, konnte das AJuminium des Ver- 
bindungsdrahtes 46 durch Luftfeuchtigkeit angegriffen- 
werden und die Zuveriassigkeit beeintrachtigen. Die 
Korrosion des Verbindungsdrahtes 46 kann- dadurch 
verhindert werden, dafl der Verbindungsdraht 46 voil- 
standig oberhalb des Silikonharzes 47 mit dem Klebstoff 
zum Bef esdgen des Deckels 48 bedeckt wird. 

Fig. 6 ist eine Ansicht von unten auf eine zweite Aus- 
fuhrungsform einer erfindungsgemaBen Halbleitervor- 
richtung. 

Gemafi Fig. 6 ist die FClebstoffaufnahme 55 in der 
Umfangswand 35 des Stufenbereiches 33 gegenuber ei- 
ner Ecke 66 der isolierenden Karte 39 vorgesehea Der 
verbleibende Aufbau entspricht demjenigen der ersten 
Ausfuhrungsform mit Ausnahme der Anordnung der 
KJebstoffaufnahme 55 in der in Fig. 6 gezeigten Weise. 

Die Anordnung der KJebstoffaufnahme 55 gemaB 
Fig. 6 kann ein Ausbrechen der Ecke 56 der isolierenden 
Karte 39 verhindern und ziisatzlich wird einem Kleb- 
stoffuberschuS das Austreten in diese Klebstoffaufnah- 
me 55 erlaubt Die Ecke 66 der isolierenden Karte 39 
kann bei der Handhabung leicht brechen. Wenn die Ek- 
ke 66 bei der Handhabung bricht. wird die Kriechdist- 
anz kurzer und die dielektrische Starke verringert Wei- 
terhin wird direkter Kontakt zwischen der Ecke 66 der 
isolierenden Karte 39, welche leicht bricht und. der Um- 
fangswand 35 des Stufenbereiches 3_3 vermieden, so daB 
ein Brechen der Ecke 66 der isolierenden Karte 39 ver- 
hindert wird, selbst dann, wenn die isolierende Karte 39 
und das Umfassungsgehause 45 miteinander verbunden 
werden, so daB die H erst ell ungsausbeute erhoht wird. 

Fig. 7 zeigt eine Ansicht von unten auf eine weitere 
Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen Halbleiter- 
vorrichtung. 

GemaB Fig. 7 tritt die Urrifangswand 35 nach und 
nach ziiruck, je mehr sie sich der Klebstoff aufnahme 55 
nahert, wobei die isolierende Karte 39 in Mittelberei- 
chen der Seiten der Umfangswand 35 positioniert ist, so 
daB die Breiie der Klebstoff-FlieBausnehmung 54 er- 
hoht wird, und so das Flieflen des Klebstoff es in der 
FlieBausnehmung 54 der Umfangswand 35 erleichtert 
wird und somit die Aufnahme des Klebstoffes in der 
KJebstoffaufnahme 55 verbessert wird. 

Dadurch, daB -die. -Umfangswand sich allmahlich in 
Richtung der KJebstoffaufnahme 55 zuruckzieht. kann 
jegiicher KlebstoffuberfluB wirksam in diese Klebstoff- 
aufnahmen 55 geleitet werden und er vefbleibt hier 
auch. 

Fig. 8 ist eine Draufsicht auf eine vierte Ausfuhrungs- 
form einer erfindungsgemaBen Halbleitervorrichtung, 
wobei der innere Aufbau der Halbleitervorrichtung mit 
abgenommenem Deckel dargesielli ist. Fig. 9 is; eine 
Querschnittsdarstellung endang der Linie VIIl-VlIl in 
Fig. 8 und die Fig. 10 und 11 sind Ansichten von unien 



auf die Halbleitervorrichtung von Fig. 8. 

In den Fig. 9 und 10 ist mit dem Bezugszeichen ^60 
eine isolierende Karte A und mit dem Bezugszeichen 61 
eine isolierende Karte B bezeichnet. Das Bezugszeichen 
5 62 bezeichnet eine Trennplatte, welche eine Verbin- 
dungs- oder Kupplungsvorrichtung zwischen der isolie- 
renden Karte A 60 und der isolierenden Karte B 61 isL 
Die Trennplatte- 62 hat konvexen Querschnitt und ist 
zwischen die isolierende Karte A 60 und die isolierende 

10 Karte B 61 mit dem vorstehenden Bereich zwischen 
dieseii Karten eingesetzL Die Trennplatte erzeugt eine 
Versiegelungsfunktion zwischen dem Silikonharz 47 
und einem Klebstoff 65, verbindet die isolierenden Kar- 
ten A 60 und B 61 und verbindet die Karten A 60 und B 

15 61 mit dem Stufenbereich 33. Das Bezugszeichen 63 
bezeichnet einen Verbindungsdraht zur Herstellung ei- 
ner elektrischen Verbindung zwischen den Verdrah- 
tungsmustem auf den isolierenden Karten A 60 und B 
61, wobei der Verbindungsdraht 63 Qber die Trennplatte 

20 62 hinweggefuhn ist. 

Da bei dieser Halbleitervorrichtung das auBere Um- 
fassungsgehause 45 und die AnschluBeiektroden 43, 
welche nach auBen fuhren einstuckig ausgefuhrt sind, 
gibt es keinen Bondierungsbereich zwischen der isolie- 

25 renden Karte 39 urid den AnschluBeiektroden 43, wenn 
die isolierende Karte 39 als Einzelkarte wie in der ersten 
Ausfuhrungsform ausgefuhrt ist urid ein Anwachsen von 
lokalen thermischen Belastungen kann verhindert wer- 
den. Es yerbleibt jedoch noch die Mdglichkeit,,daB in 

30 den Halbleiterelementen 40 erzeugte Warme eine ther- 
mische Veriformung der gesamten isolierenden Karte 39 
bewirken kann, was dann wiederum die Keramikplatte 
37 beschadigen konnte, Bei der vierten bevorzugten 
Ausfuhrungsform ist daher die isolierende Karte in zwei 

35 Teilbereiche, namlich die Kane A 60 und die Karte B 61 
unterteiit, welche untereinander mittels eines elasti- 
schen Klebstoffes unter Verwendung der Trennplatte 
62 verbunden sind, so daB die thermischen Ausdehnun- 
gen der entsprechenden Karten A 60 und B 61 verlan- 

40 gert werden. Somit werden thermische Verformungen 
der gesamten isolierenden Karte vermieden. Demzufol- 
ge ist auch die Zuveriassigkeit der Halbleitervorrich- 
tung gegenuber thermischen Verformungen verbessert. 
Fig. 10 zeigt die Anordnung der Klebstoff auf nahmen 

45 55 in der Umfangswand 35 des Stufenbereichs 33 gegen- 
uber den Ecken 66 der isolierenden Karte 39, wie bereits 
unter Bezug auf die zweite Ausfuhrungsform beschrie- 
ben wurde. 

Fig. 11 zeigt den Aufbau mit der unterteilten isolie- 
50 renden Karte und der Ausnehmung mit sich vergro- 
Bemder Breite, wie bereits unter Bezug auf die dritte 
Ausfuhrungsform beschrieben. 

Die Fig. 12 und 13 zeigen Ansichten von' unten auf 
eine fiinfte Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen 
55 Halbleitervorrichtung. 

Fig. 12 zeigt einen Aufbau, bei dem die isolierende 
Karte 39 m drei Telle unterteiit ist und die Klebstoff auf- 
nahmen 55 in der Umfangswand 35 des Stufenbereiches. 
33 gegenuber den Ecken 66 der isolierenden Karte 39 
60 angeordnet sind, wie bereits unter Bezug auf die zweite 
Ausfuhrungsform beschrieben. 

Fig. 13 zeigt einen Aufbau, bei dem die isolierende 
Karte 39 ebenfalls in drei Telle unterteiit ist und die 
Breite der Ausnehmung anwachsend gemacht ist, wie 
65 bereits unter Bezug ^uf die dritte Ausfuhrungsform er- 
lauterL * . 

Bet der funften-Ausfuhrungsform ist somit die isolie- 
rende Kane 39 in drei Telle unterteiit Hierbei sind vor- 
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teilhaiter Weise auch drei Arten von Haibleiterelemen- 
ten auf den jeweiligen isolierenden Flatten angeordncL 
Die Halbleiterelemente kqnnen grob gesagt in Elemen- 
te fur die Wandlung, Elemente fur die Invertierung und 
Elemente fur den Brems- oder Generatorbetrieb unter- . 5. 
teilt werden. Die Elemente fur den Invertierer erzeugen 
hierbei die grdQte Wanhemenge. Demzufoige is.t es 
moglich, eine Keramikplatte mit guter thermischer Leit- 
fahigkeit als isolierende Platte nur fur die isolierende 
ICarte zu verwenden. welche die Elemente fiir den In- 10 
venter tragt und Keramikplatten mit geringerem Preis 
und etwas schlechterer thermischer Leitfahigkeit kon- 
nen als isolierende Platte fur die isolierende Karte'mit 
den anderen Elementen verwendet werden, was die 
Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit verringer- 15 
ten Kpsten ermdglicht 

Fig. 14 ist eine Querschnittsdarstellung einer sechsten 
Ausfuhnmgsform einer erfindungsgeraaBen Halbleiter- 
vorrichtung. 

GemaB Fig. 14 ist ein Epoxyharz 64 anstelle des Sili- 26 
konharzes 47 vorgesehen, um im ausgeharteten Zustand 
die Halbleiterelemente 40 und den Verbindungsdraht 46 
zu schutzen und um die Oberflache der Halbleitervor- 
richtung anstelle des Deckels 48 zu versiegjeln. Der ver- 
bleibende Aufbau entspricht demjenigen der ersten ±5 
Ausfuhrungsform mit Ausnahme. daB die Oberflache 
der Halbleitervorrichtung durch dzis Epoxyharz 64 ver- 
siegeltist. ' ... * 

Da thermisch aushartendes Epoxyharz eine bessere 
Warmeleitfahigkeit als Silikonharz hat, kann die entste- 30 
hende Warme nicht nur auf Seiten der isolierenden Kar- 
te abgestrahlt werden, sondem auch zur Seite des Ep- 
oxyharzes hin, so daB die Warmeabstrahlungseigen- 
schaf ten verb essert sind. 

pie Beschreibung der vorliegenden Erfindung erfolg- 35 
te anhand von exemplarisch zu verstehenden Ausfuh- 
rungsbeispielen urid. unter Bezugnahme auf eine Lei- 
stungs- Halbleitervorrichtung; es versteht sich, daB die 
vorliegende Erfindung auch bei anderen Halbleitervor- . 
richtungen anwendbar ist. Weiterhin versteht sich, daB 40 
die besbhriebenen Ausfuhrungsbeispiele.als nicht ein- 
schrankend zu verstehen sind. sondem daB eine Vielzahl 
von weiteren Abwandiungen und Modifikationen mog- 
lich ist,"ohne den Rahraen und Gegenstand der vorlie- 
genden Erfindung zu verlassen. 45 

Patentanspruche 

1 . Eine Halbleitervorrichtung mit: 

(a) ein em auBeren Umfassungsgehause; wobei 50 
' das auBere Umfassungsgehause aufweist: 
(a- 1) einen Rahmen mit einer Durchgangsboh- 
rung, welche durch eine erste Oberflache und - 
eine zweite Oberflache, welche einander ge- 
genuberliegen, verlauft und einen Stufenbe- 55 
reich aufweist, der von der ersten Oberflache 
entlang einer Offnung der Durchgangsboh- 
' rung in der ersten Oberflache zuruckspringt, 

und : ~' 

(a-2) eine AnschluBelektrode, welche teilweise eo 
in dem Rahmen eingebettet ist und deren eines 
Ende von der zweiten Oberflache des Rah- 
mens vorsteht und deren anderes Ende eine 
freiliegende Oberflache parallel — zu der er- 
sten Oberflache der Durchgangsbohrung defi- es 
niert, wobei die erste Oberflache eine ;4n- 
bringoberflache fiir die Halbleitervorrichtung 
definiert und wobei die Halbleitervorrichtung 
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weiterhin aufweist: 

(b) eine isolierende Karte, wobei die isolieren- 
de Karte aufweist: 

(b-1) eine isolierende Platte mit zwei Haupt- 
^ oberflachen, 

(b-2) eine erste leitfahige Folie, welche auf ei-, 
ner der Hauptoberflachen der isolierenden 
Platte angeordnet -ist und ein Verdrahtungs- 
muster bildet, und 

(b-3) eine zweite leitfahige Folic auf der ande- 
ren- der Hauptoberflachen der isofierenden 
Platte. 

wobei die isolierende Kane an dem Stufenbe- 
reich des Rahmens so befestigt ist, daB die 
Oberflache der ersten leitfahigen Folie zur In- 
nenseite dei* Durchgangsbohrung des Rah- 
mens weist imd die Oberflache der zweiten 
leitfahigen Folie von der ersten Oberflach e des 
Rahmens aus vorsteht, 

wobei die Halblehervorrichtung weiterhin 
aufweist: 

(c) ein -Halbleiterelement, welches auf dem 
Verdrahtungsmuster angeordnet ist und auf 
seiner Oberflache ein Bondierungskissen auf- 
weist; und 

(d) einen Verbindungsdraht, der die freiliegen- 
de Oberflache der Anschlui3elektrode und das 
Bondierungskissen des Halbieiterelementes 
durch eine Bondierung verbindet; wobei die 
erste leitfahige Folie aufweist: 

(b-2-1) einen inselformigen Bereich, an wel- 
chem ein AnschloBende. des Verbindungsdrah- 
tes angebondet ist und der keine elektrische 
Verbindung mit seiner Umgebung hat 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei 
die erste leitfahige Folie und die zweite leitfahige 
.Folie im wesentiichen aus Metall bestehen. wobei 
Kupfer wenigstens eine Hauptkomponente ist. 

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 2, wobei 
der Verbindtmgsdraht im. wesentiichen aus Alumi- 
nium besteht und einen Durchmesser von ungefahr 
0,1 bis 0,5 mm hat. 

4. Halbleitervorrichtung nach^ Anspruch 3, weher- 
hin rait (e) einem VersiegelungsmateriaJ zum FCiUen 
der Innenseite der Durchgangsbohrung, so daB das 
Halblelterelement, das Verdrahtungsmuster, die 
freiliegende Oberflache und der Verbindung:sdraht 
bedecktsind. 

5- Halbleitervorrichtung nach Anspruch 4, wobei 
das Versiegelungsmaterial im wesentiichen aus Ep- 
oxyharz besteht 

6. Halbleitervorrichtung nach Anspruch t, wobei 
die isolierende Platte aus einer gesinterten Platte 
aus anorganischen Material besteht 

7. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5, wobei 
die isolierende. Platte im wesentiichen aus Keramik 
besteht 

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei 
die isolierende- Karte in eine Mehrzahl von Einzel- 
teilen unterteilt ist, wobei alle Einzelteile einen Teil 
der isolierenden Platte, einen Teil der ersten leitfa- 
higen Folie und einen Teil der srweiten leitfahigen 
Fohe aufweisen und wobei die Halbleitervorrich- 
tung weiterhin aufweist: 

(e) eine Verbindungsvorrichtung zum Verbin- 
den der Mehrzahl von unteneilten Einzelteile 
miteinarider, um thermische Ausdehnungen ei- 
nes jederi der Einzelteile zu absorbieren. 
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9. Halbleiiervorrichtung nach Aiispruch 8. wobei. 
wenn der Verbindungsdraht als emer Verbm- 
dungsdraht gen nmien wird. die HalbleUervomch- 
mng wciterhin einen zweiten Verbmdungsdra^ 
aufwebU wobei der zweite Verbmdungsdraht die s 
Verdrahtungsmuster der Einzelteile untereinander 
elektrisch verbindet . » uo- 

10. Halbleitervorrichtuag nach Anspruch 8. wobei 
die Verbindungsvorrichning aufweist: . 

• (e-1) eine Versiegelungsvorrichmng aus flussi- • lo 
gem Material, und wobei die Halblertervor- 
richtung weiterhin aufweist 
(f) ein Versiegeluhgsmateiial zum Versiegeln 
derlnnenseitederDurchgangsbohrung. 
1 1 Halbieitervorrichtimg nach Anspruch 10, wobei is 
das Versiegelungsmaterial im wesentiichen aus Sili- 
konhajra besteht. . . 

IZ Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1. woBei 
der Rahmen eine Umfangswand definiea welcne , 
den Stufenbereich umgibt, wobei die Umfangs- 20 
wand zuriickspringend ist, so daB erne seithche 
Oberflache der isoUerenden Karte. welche an dem 
Stufenbereich befestigt ist und die Umfangswand 
einen Ausnehmungsbereich bUden und wobei der 
Rahmen einen Kerberibereich bUdet. der mit dem 25 
Aiisnehmungsbereich in Verbindung steht und sich 
zu der ersten Oberflache. flber einen Ted der Um- 
fangswand hinweg erstreckt. 

13 Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12. wobei 
die isoUerende Karte einen Eckbereich hat und wo.- 30 
bei der Kerbenbereieh in einem Teil der Umfangs- 
wand gegenuber dem Eckbereich angeordnet 1st 

14 Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12, wobei 
die. Umfangswand von der seitUchen Oberflache 
der isolierenddn Karte bei AnnSherung an den 35 
Kerbenbereieh nach und nach zuruckspnngt, so 
daB die Ausnehmungsbreite des Ausnehmungsbe- 

■ reiches mit Annaherung an den Kerbenbereieh an- 

15 Halbleitervorrichtung nach Ajispruch 1, wobei 40 
: der Rahmen eine zuruckspringende Oberflacne hat, 

welche von der zweiten Oberflache entlang einer 
Offnung der Durchgangsbohnmg in die zweite 
Oberflache zuruckspringt, wobei, wenn der Stuten- 
bereich als erster Stufenbereich genommen wird. 45 
die zuruckspringende Oberflache einen • zweiten 
Stufenbereich defmiert, der naher an der zweiten 
Oberflache ist als die freiliegende Oberflache, 
wobei die AnschluBelektrode so angeordnet 1st, 
daB die freie Oberflache der AnschluBelektrode na- 50 
her an der zweiten Oberflache als das Bondierungs- 
kissen des Halbleiterelementes ist und 
wobei die Halbleitervorrichtung aufweist: 

(e) ein Versiegelungsmaterial zum Versiegeln 
des Innenbereichs der Durchgangsbohrung 55 
der isolierenden Karte gegenuber der fredie- 
aenden Oberflache, ^ r u 

(f) einen Deckel, der auf den zweiten Stufenbe^ 
reich aufgebracht ist und die Offnung der 

' Durchgangsbohrung in der zweiten Oberfla- eo 
cheverschlieBt,und , , f^^x^^r. 

(s) einen Klebstoff. der den Deckel festlegt 
imd einen freiliegenden TeU des Verbmdungs- 
drahtes auf der Oberflache des Versiegelungs- 
materials bedeck^ ^ ^5 

16. Halbleitervorrichtung nach Anspruch ^ 5. wobei 
der Klebstoff ein thermisch aushartendes KJebe- 
miiielist. 



17 Vcrfahren zur HersteUung einer Halbleiiervor- 
richtung, insbes ndere einer Halbleitervorrichttjng 
liach einem oder mehreren der Ansprflche 1 bis 16, 
mit den folgenden Schritten: 

(a) Bereitstellen eines aufleren Umfassungsge- 
hauses mit. einer Durchgangsbohrung, welche 
durch eine erste Oberflache und erne zweite 
Oberflache verlauft, die einander gegenuber 
Uegen, wobei ein Stufenbereich von der ersten 
Oberflache entlang einer Offnung der Durch- 
gangsbohrung" in die erste Oberflache zunick- 
spinngt und eine AnschluBelektrode teilweise 
in dem-Rahmen eihgebettet ist, wobei ihr ernes 
Ende von der zweiten Oberflache des Rah- 
mens vorsteht und ihr anderes Ende eine frei- 
liegende Oberflache parallel zu der ersten 
Oberflache in der Durchgangsbohrung bildet; 

(b) Bereitstellen einer isolierenden Karte mit 
einer isolierenden Platte mit zwei Hauptober- 
flachen, wobei eine .erste leitfahige Fohe auf 
einer der Hauptoberflachen der isolierenden 
Platte aufgebracht wird und eine zweite leitfa- 
hige Folie auf die andere der Hauptoberfla- 
chen der isolierenden Platte aufgebracht wird; 

(c) Bereitstellen eines Halbleiterelementes mit 
einem Bondierungskissen auf seiner Oberfla- 

(d) Bereitstellen von drahtformigef Verbin- 
dungsverdrahtimg; und 

(e) Ausbflden eines Verdrahtungsmusters 
durch selektives Entfemen der ersten leitfahi- 

. . gen Folie. wobei der Schritt (e) den folgenden 
Unterschritt aufweist: - u 

(en) Ausbilden eines ins elf prnugen Bereiches, 
als Teil des Verdrahtungsmusters. der keine 
elektrische Verbindung init seiner Umgebung 
hat, wobei das Herstellungsverfahren weiterr 
hin die folgenden Schritte aufweist: 

(f) Aufbringen von Lot auf das Verdrahtungs- 
muster; / 

fcrA Anordnendes Halbleiterelementes auf dem 

I^t* 

(h) AuflDringen eines Klebstoffes auf den Stu- 
fenbereich; iind • 1- J 

(i) Anordnen des Rahmens an der isolierenden 
Karte. so daB die Oberflache des Verdrah- 

■ "tungsmusters der Innenseite der Durchgangs- 
■ bolunmg des Rahmens gegenuber liegt und ein 
Umfangsbereich der isolierenden Karte m An- 
lao-e mit dem Stufenbereich mit dem aufge- 
br'achten Klebstoff gelangt; wobei der Schntt 
(i) den folgenden Unterschritt aufweist: 
(i-1) Driicken des Rahmens gegen die isolie- 
rende Karte mit einem geeigneten Druckwert 
und wobei das HersteUungsverfahren die wei- 
teren folgenden Schritte aufweist: 
(j) Erwarmen des Lotes und des Klebstoffes, 
ura-das-Halbleiterelement„an dem Verdrah- 
tungsmuster und um die isolierende Karte an 
die*Rahmen zu befestigen, wobei dieses Er- 
warmen nach den Schritten (g) und (i) erfolgt; 
(k) Bondieren eines Endes des Verbmdungs- 
drahtes auf die freiliegende Oberflache der 
AnschluBelektrode nach dem Schritt (j); 
0) Bondieren eines ersten Punktes des Verbm- 
dungsdrlhtes auf das Bondierungskissen des 
Halblekerelemenies. welches an dem Verdrah- 
tungsmuster befestigt ist. wobei das Bondieren 
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nach dem Schritt (k) erfolgt ; 

(m) Bondieren eines zweiten Punktes des Ver- 

• bindimgsdrahtes entfemt von dem ersten 
Punkt auf den inselformigen Bereich, wobei 

- ,. dieses Bondieren nach dem Schritt (I) erfolgt; 5 

und .... 

'(n) Schneiden des Verbihdungsdrahtes im 
. Nahberelch des rweiten Punktes gegenuber 
derri ersten Punkt, wobei das SchneFden nach 
dem Schritt (m) erfolgt- 10 

18. Verfaiiren nach Ahspnich 17, weiterhin mit den 
folgenden Schritten: 

(o) Bereitstellen eines Versiegelungs materials, 
welches fur Versiegelungszwecke geeignet ist; 
und * 15 

(p) Versiegeln der Innenseite der Durchgangs- 
bohrung mit dem Versiegelungsmateriai, so 
daB das Haibleiterelement, das Verdrahtungs- 
rauster, die freiliegende Oberflache und der 
Verbindungsdraht bedeckt sind, wobei dieses 20 
... Versiegeln nach dem Schritt (n) erfolgL 

19. Verfahren nach Anspruch 17, wobei die in dem 
Schritt (b) bereitgesteUte isolierende FCarte In eine 
Mehrzahl von Einzelteilen unterteilt wird, wobei 
alle Einzelteile einen TeO der isolierenden Platte, 25 
einen Teil der ersten leitfahigeh Folie und' einen 
Tell der zweiten ieitfahigen Folie beinhalten, wobei 
das Herstellungsverfahreh weiterhin den folgenden 
Schritt aufweis^* 

(o) Bereitstellen* eines Verbinduogsteiles, wel- 30 

• ches in der Lage ist, die Mehrzahl von Einzel- 
teilen miteinander . 2u verbinden, um thermi- 
sche Ausdehnimg eines jeden der Einzelteile 
2U absorbieren und wobei der Schritt (i) den 
folgenden Unterschritt auf weist: 35 
(i-2) Anordnen des Verbindungsteiles zwi- 
schen die Mehrzahl von Einzelteilen und Ver- 
binden der Einzelteile uber das Verbindungs- 
teiL 

20. Verfahren nach Anspruch 19, weiterhin mit den 40 
Schritten: 

- (p) Bereitstellen .eines zweiten Verbindungs- 
drahtes; wenn der Verbindungsdraht als erster 
Verbindungsdraht definiert ist; und 

(q) Hersteilen einer Verbindung zwischen den 45 • 
Verdrahtungsmustem benachbarter Einzeltei- 
le mit dem. zweiten Verbindungsdraht, wobei 
diese Verbindungsherstellung nach dem 
- Schritt (j) erfolgt 

21. Verfahren nach Anspruch 19, wobei der Schritt 50 
(i*-2) den folgenden Schritt auf weist: 

(i-2-1) Festlegen der Mehrzahl von Einzelteilen und 
des Verbindungsteiles . unter Verwendung eines 
Klebstoffes und wobei das Herstellungsverfahren 
weiterhin aufweist: 55 
(p) Bereitstellen eines Versiegelungsmateria- 
les, welches fur Versiegelungszwecke geeignet 
ist; und 

(o) Versiegeln der Innenseite der Durchgangs- 

bohrung mit dem Versiegelungsmateriai, wo- so 
bei das Versiegeln nach dem Schritt (n) erfolgt 

22. Verfahren nach Anspruch 17, wobei der in dem 
Schritt (a) bereitgestellte Rahmen in dem auBeren 
Umfassungsgehause eine Umfangswand definiert, 
wobei die Umfangswand ziiruckspringend ausge- 65 
bildet wird, so daB die Umfangswand und eine seit- 
liche Oberflache der isolierenden Karte an' dem 
Stufenbereich einen Ausnehmungsbereich- bilden 
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und wobei in dem Rahmen ein Kerbenbereich aus- 
gebildet wird, der mit dem Ausnehmungsbereich in 
Verbmdung sieht und sich durch die erste Oberfla- 
che iacinem TeiJ der Umfangswand erstreckt 
23. Verfahren nach Anspruch 17, wobei der im 
.;Schritt(a) bereitgestellte Rahmen des Umfassungs- 
gehauses mit einer zuruckspringenden Oberflache 
ausgestattet wird, welche von der zweiten Oberfla- 
che entlang einer Offnung der Durchgangsbohrung 
in der zweiten Oberflache zuruckspringt, 
wobei, wenn der Stufenbereich als' erster Stufenbe- 
reich definiert ist, die zuruckspringende Oberflache 
als zweiter Stufenbereich nkher -an der zweiten 
Oberflache als die-freiiiegende Oberflache definiert 
wird, 

wobei die AnschluBelektrode in dem Rahmen so 
angeordnet wird, daB die freiliegende Oberflache 
der AnschluBelektrode naher an der 2weiten Ober- 
flache als das Bondienmgskissen des Halbleiterele- 
mentes ist, wenn die isolierende KLarte mit dem 
Umfassimgsgehause verbunden wird und wobei 
das Herstellungsverfahren die weiteren folgenden 
Schritte aufweist:-, . 

(q) Bereitstellen eines Deckels, der mit dem 
zweiten Stufenbereich in Eingriff bringbar ist, 
um die Offnung der Durchgangsbohrung in 
der zweiten Oberflache zu verschlieBen; 
(r) BereitsteUen eines Versiegelungsmaterials. 
welches fur Versiegelungszwecke geeignet ist; 
(s) Versiegeln des inneren Bereiches der 
Durchgangsbohrung der isoherenden Karte in 
Richtung der freiliegenden Oberflache mit-. 
dem Versiegelungsmateriai, wobei das Versie- 
geln nach dem Schritt.(n) erfolgt; 
(t) wenn der Kleber als erster FCJeber definiert 
ist, Aufbringen eines zweiten Klebers aiif den 
zweiten Sttifenbereich und das Versiegelungs- 
materiai, um einen Teil des Verdrahtungsma- 
terials oberhalb der Oberflache des Versiege- 
lungsmaterials zu bedecken; 
(u) Aufsetzen des Deckels auf den zweiten Stu- 
fenbereich, um die Offnung der Durchgangs- 
bohrung in der zweiten Oberflache zu bedek- 
ken;und 

(v) Ausharten des zweiten Klebstoffes. 
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